
















































































































































































3.4. Stichprobenplédne
Zeichenerkldrung:

AQL Gutlage
N

LosgroBe
n Stichprobenumfang
c Annahmezahl

Dmax maximaler Durchschlupf

Einfach-Stichprobenplan fiir Attributprifung

(AEG 1415)

3.4. Sampling inspection plans
List of symbols:

Acceptable Quality Level

Lot size

Sample size

Acceptance number

Average outgoing quality level

Single sampling plan for attribute testing (AEG

1415)
normale Priifung reduzierte Priifung
duced
inspergraign AQI. inrsepggr?on
006 | 040 [ o5 [ 025 [ o0 [ 065 [ 10 [ 15 | 25 [ 40 | 65
n-c N
" O 11 %)
0| 20 )
- 5 80 | 5-0 | (96) |(156) -5
(39) | (67)
~ 130 131 | 61 ~
16- %0 20-0 | (26) (48) | (9,2) 16- 150
wa |7 01| 2 | 23
51- 150 | 01| @0 | 00| ca|| WM
(0,71) (2,3)
Eyo 80-0 2-2 | 23 | 25 _
151- 280 250 Lo ot by o ol | IR
(0,29) (1,5)
B 200-0 50-2 | 50-3 | 50-5 | 50-7 R
RN | ey it o | o | tomy | o || 501 120
(10) | 8- | 80-3 | 80-5 | 80-7 | 80-10
501- 1200 125-1 1) |22 | 87)| 520 | 7.y || 100 30
@64 196-9 | 1253 | 125-5 | 1257 [125-10]125-14
1201- 3200 o ol v o s bied il | IR
(041) | 9002 | 200-3 | 200-5 | 200-7 | 200-10 | 200-14 1
3201-10000 315-1 (0,68)((0,95)| (16) | (2,2) | (3,2) | (4,6) 200-21 ltlnlll-:ﬁﬂm)
500-1 | %277 | 316- | 315-3 | 315-5 | 3157 |315-10{315-16|315-1| 7
llllllll-ﬁ.'l[ml]l) (0,17) (0,44)) (0,61)1(0,99)) (1,4) | (2,1) | (3,0) | (47)

Einfach-Stichprobenplanfiirzerstorende oder
sehr teure Priifungen (AEG 1416, Z-Plane).

Single sampling plan for destructive or very
costly test procedurs (AEG 1416, Z-plans).

11

12
normale Prfung ML raduziete Prifung
normalinspection | 006 | 010 | 015 | 025 | 040 | 085 | 10 | 15 | 25 | 40 | 85 |rducedinspecton
n-c
N (B 0 %) "

- ) j
- B 0 | 6o - 5
(1,6)
B- 0 50 51- 150
; 8-0 | (7.2)
13-0 | (45) 81
9- 150 04 | (28) w1 |y | 110 e
20-0 | 125-0 | 800 | 500 | 320 | " (63)
151~ 500 (0,18) |(0,29) [ (0,46) | (0,74) | (1,2) 20-1 01~ 3200
@0 w2 | w
501- 1200 - oo | mg) | 3201-%00Y
(2,6)
. 2-2 | 03 | 25
120110000 50-1 (43) | (61) | (99 )
80-1 | ™7 | s0-2 | 50-3 | 50-5 | 50-7
- 3\ -
1000 35000) (11) (27) [ (39) | (63) | (90)

') LosgréBen iiber 35000 sind zu teilen.
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') Lot size above 35000 must be divided.



4. Giitebestitigte Bauelemente

Bei den glitebestétigten Halbleiter-Bauele-
menten wird eine Qualifikations-Priifung an
jedem Typ und bei jedem Fertigungslos eine
Requalifikationsprifung durchgefiihrt sowie
eine laufende Uberwachung der Fertigung
sichergestellt. Die Uberwachung der Muster-
Prifungen, Musterzulassungen und Giitesi-
cherung, gemaB VG 95211, erfolgt durch eine
amtliche Priifstelle, den VDE. Aufgrund des
Beschlusses der Electronic Components Qua-
lity Assessement and Committee (ECQAC)
konnen die elektronischen Bauelemente, die
im Herstellerland durch eine Priifstelle liber-
priift und iberwacht werden, auch in anderen
Mitgliedsldndern der ECQAC ohne weitere
Prifungen eingesetzt werden. Die Lander
Frankreich, GroBbritannien und BRD erken-
nen bereits ihre Priif- und Zulassungsstellen
gegenseitig an.

Diese Bauelemente sind sowohl im Inhalts-
verzeichnis als auch in den Datenblattern
durch ,O“ gekennzeichnet.

5. Paarungsschema fiir Silizium-
NF-Transistoren

Die Silizium-NF-Transistorpaare werden nach
folgendem Paarungsschema ausgemessen:

Gruppe Code
Group Code

4. Qualified Semiconductor
Devices

With these qualified semiconductor devices,
requalification tests are carried out on every
type and production lots. The control of samp-
le testing, sample approval and quality assu-
rance is followed according to VG 95211
through the VDE official testing department.
According to the resolution of the Electronic
Components Quality Assessement and Com-
mittee (ECQAC), the devices tested at the
manufactured country through its qualification
approval authority, can be used without further
testing in the member ECQAC countries.
France, United Kingdom and W-Germany
mutually accept the agreement.

These devices are indicated with ,O“ in table
of contents and technical data sheets.

5. Pair conditions for Silicon AF
transistors

The silicon AF transistors are measured ac-

cording to the following pair conditions:

hpg-Bereich
heg range

132 19.0

Die Transistoren kénnen nur in den aufge-
fuhrten Gruppen gepaart geliefert werden.

Die Zahlenwerte der hpp-Bereichsgrenzen
sind der DIN-Reihe R 40 entnommen.

The transistors can be supplied only in the
above shown groups.

The values of the hgp range limits are taken
from the DIN progression R 40.
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6. Aufbau der Datenblatter

Der Aufbau der Datenblattangaben entspricht
folgendem Schema:

Kurzbeschreibung

Abmessungen (Mechanische Daten)
Absolute Grenzdaten

Thermische KenngroBen —
Warmewiderstéande

@ Elektrische KenngréBen

Falls erforderlich sind die Datenblatter mit
Vermerken versehen, die eine zusatzliche
Information Uber den beschriebenen Typ ver-
mitteln.

6.1. Kurzbeschreibung

Neben der Typenbezeichnung werden die
verwendeten Halbleitermaterialien, die Zo-
nenfolge, die Technologie, die Art des Bau-
elementes und ggf. der Aufbau genannt.
Stichwortartig werden die typischen Anwen-
dungen und die Besonderen Merkmale auf-
gefihrt.

6.2. Abmessungen (Mechanische Daten)

Fiir jeden Typ werden in einer Zeichnung die
wichtigsten Abmessungen und die Reihen-
folge der Anschlisse dargestellt. Ein Schalt-
bild ergédnzt diese Information. Bei den Ge-
héusebildern wird die DIN-, JEDEC-, bzw. die
handelsiibliche Bezeichnung aufgefiihrt. Das
Gewicht des Bauelementes erganzt diese
Angaben.

Besonders zu beachten:

Wenn keine MaBtoleranzen eingetragen sind,
gilt folgendes:

Die Werte fiir die Ldnge der Anschliisse und
fir die Durchmesser der Befestigungslocher
sind Minimalwerte. Alle anderen MaBe sind
Maximalwerte.

6.3. Absolute Grenzdaten

Die genannten Grenzdaten bestimmen die
maximal zuléssigen Betriebs- und Umge-
bungsbedingungen. Wird eine dieser Bedin-
gungen Uberschritten, so kann das zur Zer-
stérung des betreffenden Bauelementes fiih-
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6. Data Sheet Construction

Data sheet information is generally presented
in the following sequence:

® Device description

® Dimensions (Mechanical data)

® Absolute maximum ratings

® Thermal data — thermal resistances

® Electrical characteristics

Additional information on device performance
is provided if necessary.

6.1. Device description

The following information is provided: type
number, semiconductor materials used, se-
quence of zones, technology used, device
type and, if necessary construction.

Also, short-form information on the typical
applications and- special features is given.

6.2. Dimensions (Mechanical data)

It contains important dimensions, sequence of
connection supplemented by a circuit dia-
gram. Case outline drawings carry DIN-, JEDEC
or commercial designations. Information on
weight completes the list of mechanical data.

Note especially:

If the dimensional information does notinclude
any tolerances, then the following applies:
Lead length and mounting hole dimensions
are minimum values. All other dimensions are
maximum.

6.3. Absolute maximum ratings

These define maximum permissible operatio-
nal and environmental conditions. If any one of
these conditions is exceeded, then this could
result in the destruction of the device. Unless
otherwise specified, an ambient temperature



ren. Soweit nicht anders angegeben gelten

die Grenzdaten bei einer Umgebungstempe-

ratur von 25 + 3 °C. Die meisten Grenzdaten

sind statische Angaben, bei Impulsbetrieb

werden die zugehdrigen Bedingungen ge-

nannt.

Grenzdaten gelten unabhéngig voneinander.

Ein Gerat, das Halbleiterbauelemente enthalt,

muB so dimensioniert werden, daB die fiir die

verwendeten Bauelemente festgelegten ab-

soluten Grenzdaten auch unter ungiinstigsten

Betriebsbedingungen nicht Uberschritten

werden. Diese konnen z. B. hervorgerufen

werden durch Anderungen

der Versorgungsspannung,

der Eigenschaften der librigen elektrischen
Bauelemente im Gerat

der Einstellung des Gerétes,

der Belastung,

der Ansteuerung,

der Umgebungsbedingungen, sowie

der Eigenschaften der Bauelemente selbst
(z. B. Alterung).

6.4. Thermische KenngroBen —
Waérmewiderstinde

Einige thermische GroBen, z. B. die Sperr-
schichttemperatur, der Lagerungstempera-
turbereich und die Gesamtverlustleistung, be-
grenzen den Anwendungsbereich. Daher sind
sie im Abschnitt ,Absolute Grenzdaten* auf-
gefiihrt. Fiir die Warmewiderstande ist ein
gesonderter Abschnitt vorgesehen. Der Wir-
mewiderstand Ringa ist ohne zusétzliche
Kiihimittel als ungtinstigster Fall zu verstehen.

Die Temperaturkoeffizienten sind bei den zu-
gehorigen Parametern unter ,KenngréBen®
eingeordnet.

6.5. KenngroBen, Schaltzeiten

Die fiir den Betrieb und die Funktion des Bau-
elementes wichtigen elektrischen Parameter
(Minimal-, typische und Maximal-Werte) wer-
den mit den zugehorigen MeBbedingungen
und ergédnzenden Kurven aufgefihrt.

® Elektrische KenngroBen

Die elektrischen Eigenschaften eines Halb-
leiterbauelements werden mit elektrischen
KenngroBen charakterisiert. Diese setzen sich

of 25+ 3°C is assumed for all absolute maxi-
mum ratings. Most absolute ratings are static
characteristics; if they are measured by a
pulse method, then the associated measure-
ment conditions are stated.

Maximum ratings are absolute (i. e. not inter-
dependent).
Any equipment incorporating semiconductor
devices must be designed so that even under
the most unfavourable operating conditions
the specified maximum ratings of the devices
used are never exceeded. These ratings could
be exceeded because of changes e. g. in
supply voltage,
the properties of other components used in
the equipment,
control settings,
load conditions,
drive level,
environmental conditions and
the properties of the devices themselves
(i. e. aging).

6.4. Thermal data - thermal resistances

Some thermal data (e. g. junction temperature,
storage temperature range, total power dissi-
pation), because they impose a limit on the
application range of the device, are given
underthe heading "Absolute maximumratings”.
A special section is provided for thermal resi-
stances. The thermal resistance, junction-am-
bient (Rtphya) quoted is that which would be
measured without artificial cooling, i. e. under
the worst conditions.

Temperature coefficients, on the other hand,
are listed together with the associated para-
meters under "Characteristics”.

6.5. Characteristics,
switching characteristics

Under this heading are grouped the most im-
portant operational, electrical characteristics
(minimum, typical and maximum values) to-
gether with associated test conditions supple-
mented with curves.

@ Electrical characteristics

The distinctive features of a semiconductor
device are characterised with electrical cha-
racteristics which contain static (d. c.), dyna-
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zusammen aus statischen KenngréBen, dyna-
mischen KenngroéBen, VierpolkenngréBen
und Kennlinien.

@ Statische KenngréBen

Die statischen KenngréBen beschreiben das
Gleichstromverhalten der Halbleiterbauele-
mente. Sie gelten fiir eine bestimmte Umge-
bungs- oder Gehadusetemperatur, oder sie
sind in Abhangigkeit von der Temperatur an-
gegeben.

@ Dynamische KenngroBen

Die dynamischen KenngrdBen beschreiben
das Verhalten der Halbleiterbauelemente bei
Wechselstrom- oder Impulsbetrieb. Je nach
Typ werden dabei NF-, HF- oder fiir das
Schaltverhalten wichtige KenngréBen ange-
geben. Diese KenngrdBen gelten nur unter
bestimmten Betriebsbedingungen. Gegebe-
nenfalls sind diese erganzt mit entsprechen-
den MeBschaltungen.

@ Vierpol-KenngroBen

Die Vierpol-KenngroBen gehoéren zu den
dynamischen KenngroBen. Zur Verbesserung
der Ubersichtlichkeit werden sie gesondert
angegeben, wenn das fiir die Hauptanwen-
dung des betreffenden Typs von besonderem
Interesse ist.

@® Kennlinien

Neben den statischen und dynamischen
KenngroBen, die bestimmte Kennlinienpunkte
bzw. Betriebszustédnde charakterisieren, wer-
den Kennlinien angegeben. Damit wird die
typische (mittlere) Abhangigkeit einzelner
KenngroBen voneinander dargestellt. Zum
Teil werden auch die Streugrenzen mit an-
gegeben. Diese besagen, daB ein Anteil von
wenigstens 95 % der Lieferung innerhalb der
angegebenen Grenzen liegt.

6.6. Zusatzliche Vermerke

Vorlaufige technische Daten

Mit dieser Angabe wird darauf hingewiesen,
daB sich einige fiir den betreffenden Typ an-
gegebene Daten noch geringfiligig @ndern
kdnnen.

Nicht fiir Neuentwicklungen

Typen sind fiir laufende Serien erhéltlich, Neu-
entwicklungen sollten damit nicht vorgenom-
men werden.
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mic (a. ¢.), two-port characteristics and family
of curves.

@ Static (d. c.) characteristics

D. C. characteristics explain the d. c. pro-
perties of a semiconductor device. They are
temperature dependent and are valid only
for a given ambient or case temperature.

® Dynamic (a. c.) characteristics

A. C. characteristics explain the a. c. or pulse
properties of a semiconductor device. Accor-
ding to the types are given the important AF,
HF or switching characteristics. The dynamic
(a. c.) characteristics are valid only under
special operating conditions. If necessary,
they are supplied with corresponding measu-
ring circuits.

® Two-port characteristics

Two-port characteristics belong to the a. c.
characteristics. To increase the lucidity these
parameters are sometimes given separately;
provided, they are of special use for the main
application of the device.

® Family of curves

Besides the static (d. ¢.) and dynamic (a. c.)
characteristics, family of curves are given for
specified operating conditions. They show
the typical interdepedence of individual
characteristics. Partly are given the scattering
limits. They signify that at least 95 % of the
delivery lies inside these tolerances.

6.6. Additional informations

Preliminary specifications

This heading indicates that some information
on the device concerned may be subject to
slight changes.

Not for new developments

This heading indicates that the device concer-
ned should not be used in equipment under
development, it is, however, available for
present production.



7. Zubehor

Best.-Nr. Fig.
Number Fig.

009 004 71
119880 7.2
513242 7.3
515390 7.4
562 897 7.4
564 542 7.5

7. Accessories

Bezeichnung
Designation

Isolierscheibe 50 pm dick
Isolating washer, thickness 50 pm
Isolierscheibe 60 pm dick
Isolating washer, thickness 60 ym
Isolierbuchse

Isolating bush

Isolierscheibe 75 pm dick
Isolating washer, thickness 75 pm

Isolierscheibe 175 ym dick
Isolating washer, thickness 175 um

Isolierscheibe 50 pm dick
Isolating washer, thickness 50 ym

12—

Fig. 7.2.

43

3 Fig. 7.4.

Fiir Geh&use
For case

3 B 2DIN 41872
JEDECTO 3

12 A3 DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)

14 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 220 (SOT 78)

3B 2DIN 41872

JEDEC TO 3

Typen mit hoher Sperrspannung
Types with high reverse voltage

3B 2DIN 41872

JEDEC TO 3

Typen mit hoher Sperrspannung
Types with high reverse voltage

14 A3 DIN 41869

JEDEC TO 220 (SOT 78)

Fig. 7.3. M 2:1
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BD 127 - BD 128 - BD 129

Silizium-NPN-Planar-Leistungstransistoren
Silicon NPN Planar Power Transistors

Anwendungen: Allgemein bei hohen Betriebsspannungen
Applications: General at high supply voltages

Besondere Merkmale: Features:
@ Hohe Sperrspannung @ High reverse voltage
® Verlustleistung 17,5 W ® Power dissipation 17,5W

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

i = == *osTE
- 2I:i
_— 135 —— ]

Kollektor mit metallischer
Montagefldche verbunden
Collector connected with
metallic surface

Zubehor
Accessories .
Normgehause
Isolierscheibe Case
Isolating washer BeStNI- 119880 12 A 3DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Unterlegscheibe Gewicht - Weight
Washer 3,2 DIN 125A max. 0,89
Absolute Grenzdaten BD127 BD128 BD129
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 300 350 400 \Y
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCEO 250 300 350 \Y
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung UeBo 5 Y,

Emitter-base voltage

B 2/V.2.412/0477 A2 1



BD 127 - BD 128 - BD 129

Kollektorstrom Ig
Collector current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lcase = 45°C Piot
Sperrschichttemperatur g
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich t stg
Storage temperature range
Anzugsdrehmoment Mp?)
Tightening torque
* 72045 ik
e
fcase = 45 °C
1
A
0,5 ~C
N
0,1 A
AN
5.
0,05 N1 80127 _\_4’_
N / BD 128 4’_
\ \ BD 129
0,01
10 50 100 500 V
CE ™
Wiarmewiderstande
Thermal resistances
Sperrschicht-Gehause Ringc
Junction case
1 . .
) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 3,2 DIN 125A

with screw M3 and washer

500

17,5
150

—55..+150

70

Typ.

Max.

mA

°C

°C

Ncm

°C/W



BD 127 -BD 128 - BD 129

KenngréBen Min. Typ. Max.
Characteristics

famb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
Kollektorreststrom
Collector cut-off current
UCB =150V ICBO 50 nA
Ucg = 150V, tgmp = 150°C IcBo 100 pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage

Ic=1}4A BD 127 UBr)cBo 300 \
BD 128 U(BR)CBO 350 \
BD 129 U(BR)CBO 400 Y]
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
IC =1 mA BD 127 U(BR)CEOI) 250 \"
BD 128 U(BR)CEoi) 300 \"
BD 129 U(BR)CEOI) 350 Vv

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
Ig=1pA UBRIEBO 5 v
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio

UCE =15V, I[c = 1mA hFg 50
Ucg = 15V, Ic = 50mA hpgt) 30
* 72046 T |
hee
100 =
50 N
Ugg =15V
+ =001
tp = 0,3 ms
famb = 25 °C
10 :
5
9P o011 =0sms ! 10 100 mA
T p 1c —
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BD 135 - BD 137 - BD 139

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren
Silicon NPN Epitaxial Planar Power Transistors

Anwendungen: Allgemein im NF-Bereich
Applications: General in AF-range

Besondere Merkmale:
@ Verlustleistung 8 W
@ Gepaart lieferbar

@ BD 135, BD 137, BD 139 sind komple-
mentéar zu BD 136, BD 138, BD 140

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Features:
@ Power dissipation 8 W
@ Matched pairs available

@ BD 135, BD 137, BD 139 are comple-
mentary to BD 136, BD 138, BD 140

Zubehor
Accessories

Isolierscheibe
Isolating washer

Best. Nr. 119880

Unterlegscheibe

Washer 3,2 DIN 125A

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

B 2/V.2.413/0477A2

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden
Collector connected with
metallic surface

Normgehause

Case

12 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht - Weight

max. 0,8¢g

BD 135 BD137 BD 139

Ucso 45 60 80 \"
UCEO 45 60 80 \"
Uego 5 \Y

5




BD 135 - BD 137 - BD 139

Kollektorstrom IC 1 A
Collector current

Kollektorspitzenstrom Iom 15 A
Collector peak current

Basisstrom Ig 100 mA
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

tamb = 45:0 Ptot 1 w
lcase < 70°C Piot 8 W
Sperrschichttemperatur i 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich ’stg —55..+150 °C
Storage temperature range
Anzugsdrehmoment Mp?) 70 Ncm

Tightening torque

1} JJ' }L{l—i; ql 72047 Tk
T T 1101
I o gH BD135
(o] Pulse load \
,p \50131
7 =00 \&smaa
p=0,1ms X 1
- -
Y )
\
1 LR
A i
[\
05 N\ \GA
i AN ERY
\ \ny
LY
‘case =70 °C ‘\\‘ \

o
b
-
=3

=2

’ AN
0,05 -
001, 5 10 50V

Uce —

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe

with screw M3 and washer 3.2 DIN 125A



BD 135 - BD 137 - BD 139

Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung Ringa 100 °C/W
Junction ambient
Sperrschicht-Gehause Ringc 10 °C/W

Junction case

KenngréBen
Characteristics

Tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

Ucg = 30V IcBO 100
UCB =30V, ’amb = 150°C ICBO 100
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage
[C = 1mA BD 135 U(BR)CBO 45
BD 137 U(BR)CBO 60
BD 139 U(BR)CBO 80

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

BD 137 UBRjcEQ" 60 v
BD 139 U(BR)CEO 1) 80 \Y

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage

Ig = 1pA U(BR)EBO 5 \%
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage

Ic = 500 mA, Ig = 50 mA UcEsat?) 500 mv

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
UCE =2V, [C = 500 mA UBE 1) 1 \

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio

Ucg = 2V, Ig = 150 mA BD 135 ) 40 250
BD 137, BD 139 heg?) 40 160
Ugg = 2V, Ig = 500mA ) 25

Fir Paare gilt das hpg-Verhéltnis
hge matched pair ratio
Uce = 2V, Ig = 150mA?Y) 14

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ucg = 5V, Ig = 50mA, f= 30MHz T 50 MHz

1
1) £ -001 4= 03ms



BD 135 - BD 137 - BD 139

71813 T Tﬁm‘A I I [ |7|408 T
} v - 4ns soma
y 1
leso / e /1/
/|
! [/
10 7 400 1 - 3mAL_
HA 2 mA "1
pa Ly || P
4 = / 2,5mA
Strougrenze '/ || gt
14— Scatrering limit 3001
7 || / 2mA
| (WS
] N/
7/
01 j’ y. [ 1,5mAl |
'y 7 1
4 v 200 v
- p /
cs =30V 1mal |
4 //
00—/ 100,
IBH(.5 A
_V z,::-z.';-c H
0,001 R
’ 0] 50 100 °C o 3 2Vl | |
12 —
amb UCE_>
* 71815 1Mk ? 72049 TIK|
UCEsat UBE
0,8
v 3
UCE =2V
hgg =10 v famb =26 °C
famb = 25 °C
0,6 ;
Streugrenze /1/1{ ’
Scautering limit /I -
0,4 7
Z)
4 /
W
02 ~Ll _Lr ) 0,3
v
‘\~~ LA
o o
1 10 100 mA o] 0,2 0,4 0,6 0,8 A
IC — IC —



BD 135 - BD 137 - BD 139

f 72 048 Tk

heE
UOE =2V
famb = 25 °C
-1 T—
100 =
50
10

(4]
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BD 136 - BD 138 - BD 140

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren
Silicon PNP Epitaxial Planar Power Transistors

Anwendungen: Aligemein im NF-Bereich
Applications: General in AF-range

Besondere Merkmale:
® Verlustleistung 8 W
® Gepaart lieferbar

@® BD 136, BD 138, BD 140 sind komple-
mentar zu BD 135, BD 137, BD 139

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Features:
® Power dissipation 8 W
® Matched pairs available

® BD 136, BD 138, BD 140 are comple-
mentary to BD 135, BD 137, BD 139

Zubehor
Accessories

Isolierscheibe
Isolating washer

Best. Nr. 119880

Unterlegscheibe

Washer 3,2 DIN 125A

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

B 2/V.2.414/0477A2

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden
Collector connected with
metallic surface

Normgehéuse

Case

12 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht - Weight

max. 0,8 g

BD136 BD138 BD140

-UcBo 45 60 80 \"
-Uceo 45 60 80 \
- UEBO 5 \

11




BD 136 - BD 138 - BD 140

Kollektorstrom -Ic
Collector current
Kollektorspitzenstrom -Icm
Collector peak current
Basisstrom -Ig
Base current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lamb = 45:C Piot
lcase = 70°C Piot
Sperrschichttemperatur 5
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg
Storage temperature range
Anzugsdrehmoment Mp?)
Tightening torque
* s 72050 T
T
T
“Ic Fatee
, ulse load —H BD 136
7” =001 L \ep13s
tp=01ms \B|D 140
——_-——V-F Sy
1 W
A ‘\“‘\‘
Ny
05 AN\
N\
Icage = 70 °C \\ \‘\h
A
\ \
0,1 T
A)
0,05 ]
0,01
1 5 10 50 V
“Uce ™™
. )
) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 3.2 DIN 125A

12

with screw M3 and washer

15

100

1
8

150

—55..+150

70

mA

£=

°C

°C

Ncm



BD 136 - BD 138 - BD 140

Warmewiderstinde Min. Typ. Max.
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung RiniA 100 °C/W
Junction ambient

Sperrschicht-Gehause Ringc 10 °C/W
Junction case

KenngroBen
Characteristics

Iamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

-Ugg = 30V -IcBO 100 nA
"UCB =30V, tamb = 150°C _ICBO 100 A
Koliektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage
—IC = 1mA BD 136 - U(BR)CBO 45 \
BD 140 — U(BR)CBO 80 \

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

—-Ig = 20mA BD 136 - U(BR)CEO 1) 45 \Y
BD 138 - U(BR)CEO ) 60 Y
BD 140 - U(BR)CEO 1) 80 \

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
~lg = 1A ~UBRIEBO 5 v
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
—-Ig = 500mA, —/g = 50 mA - UcEsat?) 500 mV

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
-Ugg = 2V, —Ig = 500 mA -Ugg?) 1 \'

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio

-UCE =2 V, _IC =150 mA BD 136 hFE 1) 40 250
BD 138, BD 140 hpg?) 40 160
—UCE= 2V, —[C = 500 mA hFEl) 25

Fir Paare gilt das /pg-Verhéltnis
h g matched pair ratio

_UCE =2V, —]C = 150 mAl) 14

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
-Ucg =5V,-Ig = 50mA, f=30MHz T 50 MHz

I
1) 3 =001, 1, = 03ms



BD 136 - BD 138 - BD 140

* 7181 Ttk ‘/B;smA /' l1|414 Ttk
V4 y 14,5mA
- 7 =25°C —
ICBO /] -l famb29 ] 4 ,nA
/| / et
e ="
10 y2 400
pA 7 mA y/ 35ma
ya L/ Wy 1
4 I 3mA
Streugrenze '/ i
14— Scartering limit
] 300 | 25mA
%
/) -
/ |
1 2mA
I’, A =
Ol v 200{—47/
% 15mA
Ugg =30 V
/ —F 1mA
1 /
0on 3/ 100]
05mA
0,001
[0} 50 100 °C O[
t —— 1 2V
amb - —
Uce
* 71816 Tik 72052 TIK|
U * :
CEsat -Ugg
0,8 “Ueg =2V
\' tamb = 25 °C
3
V'
heg = 10
tamp = 25 °C
0,6
[T l
Slr.ugronz’ ) 4
Scattering limit / 1 -
4 -
0,4
4
) ] /|
2
02f T3 r==rT] y 03
T~ Lt
o o1
1 10 100 mA o 0,2 0,4 0,6 08 A
—[c — —Ic ——

14



BD 136 - BD 138 - BD 140

* 72 051 Tik

“Uee=2

<
°

100

50
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BD 165 - BD 167 - BD 169

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren
Silicon NPN Epitaxial Planar Power Transistors

Anwendungen: Aligemein im NF-Bereich
Applications: General in AF-range

Besondere Merkmale:
@ Verlustleistung 20 W
® Gepaart lieferbar

@ BD 165, BD 167, BD 169 sind komple-
mentéar zu BD 166, BD 168, BD 170

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

® Power dissipation 20 W
® Matched pairs available

® BD 165, BD 167, BD 169 are comple-
mentary to BD 166, BD 168, BD 170

Zubehor
Accessories

Isolierscheibe
Isolating washer Best. Nr. 119 880

Unterlegscheibe
Washer 3,2 DIN 125A

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

B 2/V.2.415/0477A2

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden
Collector connected with
metallic surface

Normgehause

Case

12 A 3DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht - Weight

max. 0,8g

BD 165 BD 167 BD 169

UcBo 45 60 80 v
Uceo 45 60 80 v
UeBo 5 v

17




BD 165 - BD 167 - BD 169

18

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

Basisstrom
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lcase < 25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Anzugsdrehmoment
Tightening torque

71817 Th
} ;
I L
Cc BD 165
\ BD 167
\
I
BD 169
1 -
A Y
A
05 A
‘case = 25 °C \
01
0,05
0,01
1 5 10 50V
CE "
N i . )
) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 3.2 DIN 125A

with screw M3 and washer

15

500

20
150

—65..+150

70

mA

°C

°C

Ncm



BD 165 - BD 167 - BD 169

Warmewiderstédnde Min. Typ. Max.
Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung Ringa 100 °C/W

Junction ambient

Sperrschicht-Gehause RthJC 6,25 °C/W
Junction case

KenngréBen
Characteristics

tamp = 25°C

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

UCB = 45V BD 165 ICBO 100 pA
Upcg = 60V BD 167 [CBO 100 pA
Ucp = 80V BD 169 IcBO 100 LA

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
UEB =5V [EBO 1 mA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

Ic — 100mA BD165  Ugpyceo? 45 v
BD 167 U(BR)CEO 1) 60 \
BD 169 UBRrjcEO" 80 v

Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
Ic = 500 mA, Ig = 50 mA UcEsat?) 500 mV

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
Ucg = 2V, Ig = 500 mA Uge Y 950 mV
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio
UCE =2V, IC = 150 mA hFEl) 40
Ucg = 2V, Ig = 500 mA hpgt) 15

Fir Paare gilt das hpg-Verhaltnis
hpe matched pair ratio
Ucg = 2V, Ig = 150mA1) 14

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Uce =2V, g = 500mA, /= 1 MHz Vas 3 MHz

¢
1) £ =001 1 = 03ms

19



BD 165 - BD 167 - BD 169

G 71820 Thk 71819  Tik
* hgg =10 *
1
UCEsat + =001 Yse
=0,3 ms
UBEsat . ': s cc
1 1
\'} UBEut v
0,5 . 05
i Ugg =2V
/ LT'3= 0,01
/ tp=0,3ms
famb = 25 °C
0,1 = 0.1
UCEut
0,05 0,05
3 ,01
0.0135 50 100 500mA 00155 50 100 500mA
[c__> lc —
s St e w0 —Ten
* hegn = lee T
FEn = %o (Ic = 30 mA, famp = 25 °C ) B
"FEn i
[ T
tamb = +150 °C
1 +25°C
TS
TN
-25°C
0,5 Q
N
\
o1 '—7'.’ = 0,01
fp = 0,3 ms
0,05
0,01
10 100
le—
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BD 166 - BD 168 - BD 170

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren
Silicon PNP Epitaxial Planar Power Transistors

Anwendungen: Aligemein im NF-Bereich
Applications: General in AF-range

Besondere Merkmale: Features:
@ Verlustleistung 20 W ® Power dissipation 20 W
® Gepaart lieferbar ® Matched pairs available
@ BD 166, BD 168, BD 170 sind komple- ® BD 166, BD 168, BD 170 are comple-
mentéar zu BD 165, BD 167, BD 169 mentary to BD 165, BD 167, BD 169

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

1

28 jii E 'l—:—i 05
P ol ] g ety WY 125

! t

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden
Collector connected
metallic surface

Zubehor
Accessories
Normgehéause
Isolierscheibe Case
Isolating washer Best. Nr. 119880 12 A 3DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Unterlegscheibe Gewicht - Weight
Washer 3.2 DIN 125A max. 0,8g
Absolute Grenzdaten BD 166 BD 168 BD 170
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucso 45 60 80 \Y
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 45 60 80 \
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung - Uego 5 Vv

Emitter-base voltage

B 2/V.2.416/0477A2 21




BD 166 - BD 168 - BD 170

Kollektorstrom -Ic 15 A
Collector current
Kollektorspitzenstrom -Icm 3 A
Collector peak current
Basisstrom -1Ig 500 mA
Base current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

fcase = 25°C Piot 20 W
Sperrschichttemperatur f 150 °C

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich lsig —65..+150 °C
Storage temperature range

Anzugsdrehmoment MpY) 70 Ncm
Tightening torque

71818  Ti
* |
-1
c BD 166
\
\ 8D 168
\
I
BD 170
1 i
A N
VAN
05 \
fcage = 25 °C
o1
0,05
0,01
1 5 10 50 V
“Ce ™

') mit M3-Schraube und Unterlagscheibe

3,2 DIN 125A
with screw M3 and washer

22



BD 166 - BD 168 - BD 170

Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung Ripga 100 °C/W

Junction ambient

Sperrschicht-Gehause Ringc 6,25 °C/W
Junction case

KenngroBen
Characteristics

tamb = 25°C

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

~Ucp = 45V BD166  -Icgo 100 A
-Uog = 60V BD168  -Icgo 100 pA
-Ucg = 80V BD170  -Igpo 100 pA

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
-Ugg =5V -Iggo 1 mA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

-1 = 100mA BD 166  -Ugpriceo ) 45 v
BD170  -Ugpyogo! 80 v

Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage

~Ig = 500mA, -Ig = 50mA - UcEsat? 500 mV
Basis-Emitter-Spannung

Base-emitter voltage
—Ucg = 2V,-Ic = 500mA -UggY) 950 mV

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio

~Ugg = 2V, -Igc = 150mA hrg?) 40
-Ucg = 2V, -Ig = 500mA heg?) 15
Fiur Paare gilt das #pg-Verhéltnis
h gg matched pair ratio
—Ucg =2V,-Ic = 150mA?) 14
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
-Ucg =2V, -Ig = 500mA, f = 1 MHz ST 3 MHz

b _ -
1) P =001 -03ms

23
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BD 166 - BD 168 - BD 170

71823 Ttk * 71822 TH
-UCEsat “Ugg =20V —UBE
“UBEsat kg =10
1
+=0.01
o= 0.3 ms
tamb = 25 °C
- 4
1v ~Uggsat ==t v'
05 05
~Ugg =2V
p = 0,3ms
tamb = 25 °C
0.1 A o1
-UCE:n
005 0,05
0,01 0,01
10 50 100 500mA 10 50 100 500mA
“lc ™ —Ic —
* T 1 71824 ™
T 1T T T 11711 1
i3 i
"EEn ren - g (I = 30 mA. famp =25 °C) ||
tamb = +150 °C
.
14 +25 °C \
i
05 -25°C
N
“Ugg=2V \w
'
0,1 T= 0,01
5 =03 ms
0,05
0,01
10 50 100 500mA

-Ic —
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BD 175 - BD 177 - BD 179

Silizium-NPN-Epibasis-Leistungstransistoren
Silicon NPN Epibase Power Transistors

Anwendungen: Audio-Verstarker, -Treiber und -Endstufen
Allgemein im NF-Bereich

Applications: Audio amplifier, driver and output stages
General in AF-range

Besondere Merkmale: Features:
@ Hohe Spitzenleistung ® High peak power
® Verlustleistung 30 W ® Power dissipation 30 W
® Gepaart lieferbar ® Matched pairs available
® BD 175, BD 177, BD 179 sind komple- ® BD 175, BD 177, BD 179 are comple-
mentar zu BD 176, BD 178, BD 180 mentary to BD 176, BD 178, BD 180

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden
Collector connected with
metallic surface

Zubehor
Accessories «
Normgehéause
Isolierscheibe Case
Isolating washer Best. Nr. 119880 12 A 3 DIN 41869

JEDEC TO 126 (SOT 32)

Unterlegscheibe Gewicht - Weight

Washer 3,2 DIN 125A max. 0,8¢g
Absolute Grenzdaten BD175 BD177 BD179
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung UCBO 45 60 80 \

Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCEO 45 60 80 Vv

Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 5 Vv

Emitter-base voltage

B 2/V.2.418/0475A 1 25




BD 175 - BD 177 - BD 179

30

10

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

Basisstrom
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

fcase < 25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Anzugsdrehmoment
Tightening torque

731324 TH

o) 50 100

26

12

l) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe

with screw M3 and washer

°C

—

case

3,2 DIN 125A

Ig 3 A
Icm 6 A
Ig 1 A
4 150 °C
Istg —55..+150 °C
Mp?) 70 Ncm
* 741578 T
e
: AN
A lcase = 25 °C N
0,5
\
01
BD 175
BD 177
0,05 BD 179 4]
H
o1
0. 1 5 10 50 vV
Uce —



BD 175 - BD177 - BD 179

Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung Ringa 100 °C/W
Junction ambient
Sperrschicht-Gehéduse Rindc 4,16 °C/W

Junction case

KenngréBen
Characteristics
tamb = 25°C

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

Uog = 45V BD 175 Iggo 100 pA
Ugg = 60V BD 177 Iggo 100 A
Ucpg = 80V BD 179 /oo 100 HA

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
Ugg =5V IeBo 1 mA

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter sustaining voltage

BD 177 UCEOSUS 1) 60 \'
BD 179 UgEOsus 1) 80 \Y
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
IC = 1A, [B = 100 mA UCEsatl) 800 mV

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
UCE =2 V, [C =1 A UBE 1) 1,3 V

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

DC forward current transfer ratio
Uce = 2V, Ig = 150mA hpgt) 40 236
UCE =2V, ]C = 1A hFE 1) 15

Fur Paare gilt das hpg_Verhéltnis
h pg matched pair ratio
Uce = 2V, Ig = 150 mAY) 14

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
UCE =10V, IC = 250mA, f=1MHz fT 3 MHz

1
1) 2 =002 1= 03ms
27



BD 175 - BD 177 - BD 179

? 741570 ¥ f 741571 Trk
U h
BEsat, FEn
UcEsat P i3
FEn ™ hee (Ig=100 mA)
1\? hgg =10 5 111
lcase = 25 °C Usg=2V
fcase = 25 °C
12
1
9 UBEsat %4!_
0,5
> N
”
6 ==
N
0,1
3 Ug Aﬁ‘
CEsat _@f111
/ﬁ 0,05
ot
[0}
1 10 100 mA 0,01 0,1 1A

Ic —
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BD 176 - BD 178 - BD 180

Silizium-PNP-Epibasis-Leistungstransistoren
Silicon PNP Epibase Power Transistors

Anwendungen: Audio-Verstérker, -Treiber und -Endstufen
Allgemein im NF-Bereich

Applications: Audio amplifier, driver and output stages
General in AF-range

Besondere Merkmale: Features:
® Hohe Spitzenleistung ® High peak power
@ Verlustleistung 30 W ® Power dissipation 30 W
® Gepaart lieferbar @ Matched pairs available
@® BD 176, BD 178, BD 180 sind komple- @® BD 176, BD 178, BD 180 are comple-
mentar zu BD 175, BD 177, BD 179 mentary to BD 175, BD 177, BD 179

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

0,5
125

T 7 : 23
78 1 - e 16 —— C .
l T 23 Kollektor mit metallischer

408 T E Montageflache verbunden
T Collector connected with
metallic surface

Zubehor
Accessories .
Normgehéause
i i Case
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Unterlegscheibe Gewicht - Weight
Washer 3,2 DIN 125A max. 0,89
Absolute Grenzdaten BD176 BD178 BD180
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucso 45 60 80 \Y
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 45 60 80 \"
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung -Uego 5 \Y
Emitter-base voltage
29
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BD 176 - BD 178 - BD 180

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

Basisstrom
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

lcase < 25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Anzugsdrehmoment
Tightening torque

_]C

~Iom

Prot

Istg

MpY

3 A

6 A

1 A

30 w

150 °C
—55..+150 °C
70 Ncm

* 731324 T f 741579 Ttk
Ptot —IC
40
W N
1 \
A ‘case = 25 °C
30 N \
N 0,5
N
20
N\
N 01
N BD 176
BD 178
10 0,05 180 | §
N 8
\ N
\
\
0 50 100 °C 0.01] 5 10 50 V
‘case ~Uog —

I) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe

30

with screw M3 and washer

3,2 DIN 125A



BD 176 - BD 178 - BD 180

Warmewiderstiande Min. Typ. Max.
Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung Rinia 100 °C/W

Junction ambient

Sperrschicht-Gehause Ringc 4,16 °C/W
Junction case

KenngréBen
Characteristics

tamp = 25°C

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

-Ucg = 45V BD 176 -/cpgo 100 pA
-Ugg = 60V BD 178 -Icpo 100 pA
— UCB =80V BD 180 _ICBO 100 A

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
"UEB =5V —IEBO 1 mA

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter sustaining voltage

- IC = 100 mA BD 176 - UCEOsuS 1) 45 \
BD 178 - UgEQsus 1) 60 \'
BD 180 - UcEOsus?) 80 \
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
-Ig = 1A, —-Ig = 100mA - UcEsat? 800 mV

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
~Ucg =2V,-Ic =1A -Ugg?Y 13 Y

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio

-Ugg =2V, -Ig = 150mA hEg?) 40 236
—UCE=2V, —IC= 1A hFEi) 15
Fir Paare gilt das hpg-Verhéltnis
h pg matched pair ratio
-Ucg = 2V, -Ig = 150mA?Y) 1,4
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
—UCE =10V, —IC = 250 mA, f= 1 MHz fT 3 MHz

4
1) 2 =002 4= 03ms
31



BD 176 - BD 178 - BD 180

* 7a1872 ™™ ? 741573 Tk
“UBEsat, (3
“UcEsat
15 500
v heg =10
fcase = 25 °C “Uce=2V
fcase = 25 °C
12
L ih...
1000 N
/ AN
9 ~UEsat f‘——-‘ N
o 50 N
= o’
6 fﬂ—— \\
10
3 y
~Ucgsat ;LP" 5
— i
o —1 |
1 10 100 mA 0,01 01 1A
—Ic — -Ic —
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BD 185 - BD 187 - BD 189

Silizium-NPN-Epibasis-Transistoren
Silicon NPN Epibase Transistors

Anwendungen: Audio-Verstéarker, -Treiber und -Endstufen
Applications: Audio amplifier, driver and output stages

Besondere Merkmale: Features:
@ Hohe Spitzenleistung ® High peak power
@ Verlustleistung 40 W ® Power dissipation 40 W
® Gepaart lieferbar ® Matched pairs available
@ BD 185, BD 187, BD 189 sind komple- ® BD 185, BD 187, BD 189 are comple-
mentar zu BD 186, BD 188, BD 190 mentary to BD 186, BD 188, BD 190

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

* T

28 i | ﬁ'f——r—i 05
P ol e =iy pliut BN 125

f }

Kollektor mit metallischer
Montagefiache verbunden
Collector connected with
metallic surface

Zubehor
Accessories N
Normgeh&use
f f Case
ﬁg}ﬁ;ﬁ;h::;i or Best. Nr. 119880 12 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Unterlegscheibe Gewicht - Weight
Washer 3,2 DIN 125A max. 0.8 g
Absolute Grenzdaten BD 185 BD 187 BD 189
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung UCBO 40 55 70 Vv
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 30 45 60 \"
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 5 Vv

Emitter-base voltage

B 2/V.2.420/0477A2 33



BD 185 - BD 187 - BD 189

34

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

Basisstrom
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lcase < 256°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Anzugsdrehmoment
Tightening torque

Ic

Iem

Piot

Istg

Mp?)

? 741568 Tk
Ie
A\
1 2 ¥
A fcage = 25 °C N
05 3\
X
o1 BD 185
BD 187
BD 189
0,05 5D N
N
o1
o, 5 10 50 V
Uce —
N : )
) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 3.2 DIN 125A

with screw M3 and washer

4 A

8 A

2 A

40 w

150 °C
—55..+150 °C
70 Ncm



BD 185 - BD 187 - BD 189

Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung Ringa 90 °C/W

Junction ambient

Sperrschicht-Gehause Ringc 312 °C/W
Junction case

KenngroBen
Characteristics

famb = 25°C

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

UCB =40V BD 185 [CBO 0,1 mA
UCB =55V BD 187 ICBO 0,1 mA
UCB =70V BD 189 ICBO 0,1 mA

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
UEB =5V 1 EBO 1 mA

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter sustaining voltage

Ig = 100 mA BD 185 Uggogus?® 30 Vv
BD 187 Ucgosus? 45 v
BD 189 UCEOSUS 1) 60 \)
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
[C = 2A, IB = 200 mA UCESatl) 1 \"

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
UCE=2V,IC=2A UBEi) 1,5 V

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

DC forward current transfer ratio
Uce = 2V, Ig = 500 mA hegt) 40 236
UCE=2V,IC= 2A hFEl) 15

Fir Paare gilt das /pp-Verhaltnis
h pg matched pair ratio
Ucg = 2V, Ig = 500mA 14

Transitfrequenz

Gain bandwidth product
UCE =10V, Ic=1A, f=1MHz fT 2 MHz

I
1) £ =002, 1p=03ms
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BD 185 - BD 187 - BD 189

? 741564 Tek ? 7415
UBE hFEn
e o heg
1,5 FEn = “hee (Ic=1A)
v | Ucg=2V
Uce =2V 10 fcase = 25 °C
fcase = 25°C .
5
1 %
P
1 7 \\
= 1
N
= et \
05 0,5
0 0,1
0,01 01 1A 0,01 o1 1A
IC — Ic
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BD 186 - BD 188 - BD 190

Silizium-PNP-Epibasis-Transistoren
Silicon PNP Epibase Transistors

Anwendungen: Audio-Verstarker, -Treiber und -Endstufen
Applications: Audio amplifier, driver and output stages

Besondere Merkmale:
® Hohe Spitzenleistung
@ Verlustleistung 40 W
® Gepaart lieferbar

® BD 186, BD 188, BD 190 sind komple-
mentér zu BD 185, BD 187, BD 189

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Features:
@ High peak power
® Power dissipation 40 W
@ Matched pairs available

® BD 186, BD 188, BD 190 are comple-
mentary to BD 185, BD 187, BD 189

Zubehor
Accessories

Isolierscheibe
Isolating washer

Best. Nr. 119880

Unterlegscheibe

Washer 3,2 DIN 125A

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

B 2/V.2.421/0477A2

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden
Collector connected with
metallic surface

Normgehéause

Case

12 A 3DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht - Weight

max. 0,8 g

BD 186 BD188 BD190

- Ucgo 40 55 70V
- Ugeo 30 4 60V
- UeBo 5 v

a7




BD 186 - BD 188 - BD 190

38

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

Basisstrom
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
0,
lcase = 25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Anzugsdrehmoment
Tightening torque

-7 c 4
~Iom 8
-Ig 2
[ 150
Istg —565..+150
MpY) 70

? 741569 T|
- IC
\
1 L ¥
A Icase = 25 °C N
05 3\
k_’—-
01 BD 186
BD 188
BD 190
0,05 N
q
o1
0. 1 5 10 50 V
~Uee —
1 : ~ .
) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe 3.2 DIN 125A

with screw M3 and washer

°C

°C

Ncm



BD 186 - BD 188 - BD 190

Warmewiderstéande Min. Typ. Max.
Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung Ringa 90 °C/W
Junction ambient
Sperrschicht-Gehéause Rinic 312 °C/W

Junction case

KenngréBen
Characteristics

tamb = 25°C

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

-Ugg = 40V BD186 -Icgo 01 mA
-Ugg = 55V BD 188  -Icgo 01 mA
- UCB =70V BD 190 _[CBO 0,1 mA

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
—UEB =5V _IEBO 1 mA

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter sustaining voltage

—Ig = 100mA BD 186 UcEOosus? 30 \
BD 188 UcEOsus? 45 \
BD 190 UCEOSUSI) 60 \'

Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
_IC = 2A,—IB = 200 mA 'UCEsatl) 1 \Y

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
-“Ucg =2V,-Ig = 2A - Ugg" 15 v

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio

- UCE =2V, —IC = 500 mA hFEl) 40 236
_UCE =2V, -Ig = 2A hFEl) 15

Far Paare gilt das hpg-Verhéltnis

hgg matched pair ratio
- UCE =2V, —IC = 500 mA 1,4

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
_UCE =10V, —IC =1A, f= 1MHz fT 2 MHz

t
1) —7? =002, 1, = 03ms
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BD 186 - BD 188 - BD 190

* 741887 '™ ? 7415
- Ugg "eEn
U - - heg
1,5 ’::cs - ::,c "En = o= 1A
Vv -Ugg =2V
10 fcase = 25 °C
5
1,0 N
L] d \\
1" 1
s AN
0,5 AN
0,5
%01 0,1 1A 0,1+
’ ’ S "0,01 01 1A
—Ic
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BD 201 - BD 203

Silizium-NPN-Epibasis-Leistungstransistoren
Silicon NPN Epibase Power Transistors

Anwendungen: NF-Endstufen
Applications: AF-output stages

Besondere Merkmale: Features:
® Hohe Spitzenleistung ® High peak power
® Hohe Stromverstarkung ® High current transfer ratio
® Verlustleistung 60 W ® Power dissipation 60 W
@® BD 201, BD 203 sind ® BD 201, BD 203 are
komplementér zu BD 202, BD 204 complementary to BD 202, BD 204

Vorlédufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

10,4 3,7 + u (¢}

6375

Kollektor mit
Montageflache verbunden
Collector connected

with metallic surface

Zubehor

Accessories
Normgeh&use
Isolierscheibe Case
Isolating washer BESt Nr- 564 542 14 A 3 DIN 41869
' JEDEC TO 220
Isolierbuchse gy Nr 513242 Gewicht - Weight
Isolating bush max. 1,56 g

S 8/V.2.654/1077 A1 41



BD 201 - BD 203

Absolute Grenzdaten BD 201 BD 203
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 60 \
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 45 60 \%
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 5 \Y
Emitter-base voltage

Kollektorstrom Ic 8 A
Collector current

Kollektorspitzenstrom Icm 12 A
Collector peak current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

tcase =25°C PtOt 60 W
Sperrschichttemperatur f 150 °C
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich Istg -55 ... +150 °C
Storage temperature range

? 77 2199 ? 77 2200
Rot Ic
80 tcase =25 °C
w —'i"-=o,ou T
\.—"1":100 Hs
Ripyc = 2,08 °C/W 10 ‘-1‘\
60 A CEn INE— 200 ps  [11]
\ 5 WU\ 1
N AVANH] 1111
N\, AW\
\\ \ t'“/soo us 7]
40 N W ) B
10 ms
N 1
N
\‘ 1 \
a 0,5
20 N '
BD 2;\
Fig. 1 01 BD 203 -] Fig. 2
0 40 80 120 °C "1 10 100 V
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BD 201 - BD 203

* 772201
Zthp
P ——r
,,, ]
; - =°_5__ I O Y R ;—-;--
°C/W - —_"
0,5 102 =TT 0=t
0.1 n /‘,
L — - ‘/‘/' (/
0,05 - ~,
| r - | /: //
0‘1 0,02 - 4
tH
0,05 oL
| Fig. 3
0,01 _ —
1076 10~5 1074 1073 1072 107" 109 s
fy ———
p
Wéarmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Gehéuse Rinic 2,08 °C/W
Junction case
KenngroBen
Characteristics
fcase = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
Kollektorreststrom
Collector cut-off current
UCB =40V, tcase = 150°C ICBO 1 mA
UCE =30V ICEO 1 mA
Emitterreststrom
Emitter cut-off current
1 mA

Ugg=5V IeBo
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BD 201 - BD 203

Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
Ic=3A, Ig=300mA

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
UCE=2V, IC=3A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio

Ucg=2V,Ic=2A BD 203
Ucg=2V,Ic=3A BD 201
Transitfrequenz
Gain bandwidth product

Uog=3V,Io=300mA, f=1MHz
CB C

? 77 2198
U
CEsat
lcase = 25°C
1000
mV
500 Ic=8A
5A
3A
2A~
100 TAN
50
Fig. 4
10 100 1000 mA
p——

p
l) T= 0,01, = 0,3ms

44

Min. Typ. Max.

UcEsat b) v
Ugg ") 1,5 \%
heg ") 30
hFg b 30
T 3 MHz
* 772202
UBEsat
1,6
\")
‘case= 25 °
hpg=10
1,2
/
P4
Pd
4
0,8 BB
0,4
Fig. 5
o +
0,1 0,5 1 5A
Ic—>



BD 201 - BD 203

T 772203 1 77 2204
Yee | hee
U =2V
1,6 CcE
v lcase= 25 °C f=+100 °C
/’——-- &25‘ °C Iy
100 =4 ] NG
1,2 — -25°C
501 s
-
// UCE=2 \'
0,8 B //
—T" 10
5
0,4
0 Fig. 6 1 Fig.7
0,01 0,1 1A 0,01 0,1 1A
1C — IC -
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BD 202 - BD 204

Silizium-PNP-Epibasis-Leistungstransistoren
Silicon PNP Epibase Power Transistors

Anwendungen: NF-Endstufen
Applications: AF-output stages

Besondere Merkmale: Features:
@® Hohe Spitzenleistung ® High peak power
® Hohe Stromverstérkung ® High current transfer ratio
@ Verlustleistung 60 W ® Power dissipation 60 W
@ BD 202, BD 204 sind ® BD 202, BD 204 are
komplementar zu BD 201, BD 203 complementary to BD 201, BD 203

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

4,8
'RET] REREE T

} ' !

2,54
———————— - B
N N = T
0,85
— 2,9 |=— e e
[-— 6,7 —=
16,2 12,5 6375

Kollektor mit
Montageflache verbunden
Collector connected

with metallic surface

Zubehor

Accessories
Normgehause
Isolierscheibe Case
Isolating washer E&St NI- 564 542 14 A3 DIN 41869
. JEDEC TO 220
|SO|IeI:bUChSG Best. Nr. 513 242 Gewicht - Weight
Isolating bush max. 1,5¢g

S 8/V.2.655/1077 A1 47



BD 202 - BD 204

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

20

48

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lcase =25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

77 2199

Fig. 1

0 40 80 120 °C

BD 202 BD 204
-Ucgo 60 v
-Ucgo 45 60 v
~UeBo 5 v
-Ig 8 A
~Icm 12 A
Piot 60 w
4 150 °C
Istg -55 ... +150 °C
* 77 2205
_IC
lcase =25°C I
!
TF =0,01 !
/p =100 ps
10 MK 1%&: 200 ps
A M A1 500us
MUAY I
\\V |
\ L[| 1ms
10 ms
1 7\l
0,5
BD 202
8D 204 1. |
o1 ) Fig. 2
"1 10 100 V
“lee—



BD 202 - BD 204

Zthp

1 4 LI I S N e I e B
o 17
C/W -+

0,5 0.2

\

\

\
AY
AN

0,1 T Z

0,05 T
X

Fig. 3

0,01 — ~ — — - —
1076 10”5 1074 1073 1072 1071 100 s

Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance

Sperrschicht-Gehéuse Rinic 2,08 °C/W
Junction case

KenngroBen
Characteristics

Icase = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current
—UCB =40V, ’amb = 150°C —ICBO 1 mA
Emitterreststrom
Emitter cut-off current
—UEB=5V _IEBO 1 mA
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BD 202 - BD 204

Min. Typ. Max.

Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
~-Ic=3A, -Ig =300 mA -Ucgsat ) 1 v

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
—UCE=2V, —]C=3A —UBE‘) 1,5 v

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio

“Ucg=2V,-Ic=2A BD 204 hFE‘) 30
“Ucg=2V,-Ic=38A BD 202 hFE‘) 30
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
-Ucg =38V, -Ic=2300mA, f=1MHz T 3 MHz

f 772207 1 772208
—U -
CEsat UBEsat
cage =25 °C 1,6
Vv
fcase= 25°C
1 hpg=10
\")
“lc=8A 1,2
0,5 1 L/
5A //
T, //
7
3A
23 0,8 ”’—ﬂ
0,1 Y
0,05
0,4
Fig. 4 Fig. 5
(0] +
0,01 01 1A 0,1 0,5 1 5A
‘[B — ‘]C——>

‘)t—p=oo1 t,=0,3ms
T il 3 p i)
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BD 202 - BD 204

* 772209
“Uge
16 Ugg=2V
’v lcase= 25
1,2
V4
0,8 /‘/
i /”
04
Fig.6
o]
0,01 0,1 A

$ 772210
hee
_UCE =2V
100
— {j=+100°C
50 S AN +25°C
-25°C
N
\
N\
N
10
5
1 Fig.7
0,01 o1 1A
—[C —
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BD 233 - BD 235 - BD 237

Silizium-NPN-Epibasis-Leistungstransistoren
Silicon NPN Epibase Power Transistors

Anwendungen: Audio-Treiber- und Endstufen
Applications: Audio driver and output stages

Besondere Merkmale: Features:

® Hohe Spitzenleistung
@ Verlustleistung 25 W
@® Gepaart lieferbar

@ BD 233, BD 235, BD 237 sind komple-

mentér zu BD 234, BD 236, BD 238

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

b

® High peak power
@ Power dissipation 25 W
® Matched pairs available

® BD 233, BD 235, BD 237 are comple-
mentary to BD 234, BD 236, BD 238

28 L

Zubehor
Accessories

Isolierscheibe
Isolating washer

Best. Nr. 119880

Unterlegscheibe

Washer 3,2 DIN 125A

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

B 2/V.2.422/0477 A2

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden
Collector connected with
metallic surface

Normgehause

Case

12 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht - Weight

max. 0,89

BD 233 BD235 BD237

Ucso 45 60 80 \
Uceo 45 60 80 \
53




BD 233 - BD 235 - BD 237

Kollektorstrom Ic 2 A
Collector current

Kollektorspitzenstrom Iom 6 A
Collector peak current

Basisstrom Ig 1 A
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
fcase < 25°C Pyot 25 w

Sperrschichttemperatur £ 150 °C
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich Istg —55..+150 °C
Storage temperature range

Anzugsdrehmoment Mp1) 70 Ncm
Tightening torque

* 71827 Ttk
le
BD 233
\BD 235
\ 8D 237 [T
1 A\
A N
\\ \\ \
0,5
lcase = 25 °C A x
01
0,05
1
0.0 1 5 10 50 V
Uce —=

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe

with screw M3 and washer 8.2DIN 1254
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BD 233 - BD 235 - BD 237

Warmewiderstande
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

Sperrschicht-Gehause
Junction case

KenngroBen
Characteristics

tamb = 25°C

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

Ugg = 45V BD 233
Ugg = 60V BD 235
Ucg = 80V BD 237

Emitterreststrom
Emitter cut-off current

UEB = 5V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage

Ic = 100 pA BD 233
BD 235
BD 237

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

Ig = 100 mA BD 233
BD 235

BD 237

Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
Ic = 1A, Ig = 100 mA

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
UCE = 2V,[C = lA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio
UCE =2V, IC = 150 mA
Ug=2V,Ig = 1A
Fur Paare gilt das hpg-Verhaltnis

hgg matched pair ratio
Ucg = 2V, Ig = 150 mAY)
Transitfrequenz

Gain bandwidth product
Ucg = 10V, Ig = 250mA, f= 1 MHz

7
1) =001, 1, = 03ms

Riphga

Ringc

IcBO
IcBO
IcBo

IeBO

UricBO
UBR)cBO
URr)cBO

URr)ceo®
Usr)ceo?
UsRryceo™"

Ucesat"

Uge"

hre?)
hFg?)

T

Min. Typ. Max.

100

5

100

100

100

1
45
60
80
45
60
80

600

13
40
25

1,4
3

°C/W

°C/W

mA

<< <

<< <

mV

MHz
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BD 233 - BD 235 - BD 237

56

FE

100

10

7182
—al N
Ugg =2V
'
?=0.01
1p=0,3 ms
tamb = 25 °C
1
0,01 01 1A
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BD 234 - BD 236 - BD 238

Silizium-PNP-Epibasis-Leistungstransistoren
Silicon PNP Epibase Power Transistors

Anwendungen: Audio-Treiber- und Endstufen
Applications: Audio driver and output stages

Besondere Merkmale: Features:

® Hohe Spitzenleistung
® Verlustleistung 25 W
® Gepaart lieferbar

‘® BD 234, BD 236, BD 238 sind komple-
mentéar zu BD 233, BD 235, BD 237

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

1

28

® High peak power
® Power dissipation 25 W
® Matched pairs available

@ BD 234, BD 236, BD 238 are comple-
mentary to BD 233, BD 235, BD 237

f

Zubehor
Accessories

Isolierscheibe
Isolating washer

Best. Nr. 119880

Unterlegscheibe

Washer 3,2 DIN 125A

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

B 2/V.2.423/0477A2

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden
Collector connected with
metallic surface

Normgehause

Case

12 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht - Weight

max. 0,89

BD234 BD236 BD238

-Ucgo 45 60 80 \
-Uceo 45 60 80 \
57




BD 234 - BD 236 - BD 238

Kollektorstrom -1 2 A
Collector current

Kollektorspitzenstrom -Iom 6 A
Collector peak current

Basisstrom -1Ig 1 A
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

lcase S 25°C Ptot 25 w
Sperrschichttemperatur 5 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich ’stg —55..+150 °C
Storage temperature range
Anzugsdrehmoment Mp?) 70 Ncm

Tightening torque

* 71829 THk.
- IC —
8D 234
\Bp 236
\BD 238 []
1 N
A \ \\ \\
U
5
o:\' ’ca’e - 25 °c \ \
N
01
0,05
0,01
1 5 10 50V
“lUeg —™

') mit M3-Schraube und Unterlagscheibe

with screw M3 and washer 3,2DIN 125A
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BD 234 - BD 236 - BD 238

Warmewiderstiande
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

Sperrschicht-Geh&duse
Junction case

KenngréBen
Characteristics

tamb = 25°C

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

-Ugg = 45V
-UcB = 60V
-UcB = 80V

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
- U EB = 5 V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage
—IC = 100 pA BD 234
BD 236

BD 238

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

- Ig = 100 mA BD 234
BD 236

BD 238

Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
-Ig = 1A -Ig = 100mA

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
—UCE = 2V,—IC =1A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

DC forward current transfer ratio
—UCE =2V, _IC = 150 mA
—UCE=2V,-IC= 1A

Fir Paare gilt das #pg-Verhaltnis

hgg matched pair ratio
_UCE =2V, -IC = 150 mA?Y)

Transitfrequenz
Gain bandwidth product

-Ugg = 10V, —Ig = 250mA, f= 1MHz

I
1) £ =001, 1 = 03ms

RihgA

Rindc

-IcBoO
—IcBo
~IcBo

~Iggo

-UgRr)cBO
—-UBR)cBO
- UpBRr)cBO

- UpRr)ce0?
- UgRr)ceo?
- UBR)ce0?

- Ucgsat?

- UBE 1)

hpe?)
hFe?

ST

Min. Typ. Max.

100

5

100

100

100

1
45
60
80
45
60
80

600

1,3
40
25

1,4
3

°C/W

°C/W

mA

<< <

<< <

mV

MHz
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BD 234 - BD 236 - BD 238

* 71830 T
1
fre
100
-UCE =2V
,Tp = 0,01
tp = 0,3 ms
10 famb = 25 °C
1
0,01 01
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BD 433 - BD 435

i
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Silizium-NPN-Epibasis-Leistungstransistoren
Silicon NPN Epibase Power Transistors

Anwendungen: NF-Endstufen
Applications: AF-output stages

Besondere Merkmale: Features:

@ Niedrige Betriebsspannungen — ® Low supply voltage —
speziell fur Autoradiobetrieb especially for automobil radio

@ Hohe Stromverstarkung @ High current transfer ratio

@ Verlustleistung 36 W ® Power dissipation 36 W

® Gepaart lieferbar ® Matched pairs available

@ BD 433, BD 435 sind komplementar @ BD 433, BD 435 are complementary to
zu BD 434, BD 436 BD 434, BD 436

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

1 |
28 L :l———-ios

Kollektor mit metaliischer
l Montageflache verbunden
Collector connected with

<a7s] metallic surface

Zubehor
Accessories
Normgehause
Isolierscheibe Case
Isolating washer Best. Nr. 119880 12 A 3DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Unterlegscheibe Gewicht - Weight
Washer 3,2 DIN 125A max. 0,89
Absolute Grenzdaten BD 433 BD 435
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung UCBO 22 32 \
Collector base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 22 32 \Y
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 5 Vv
Emitter-base voltage
61

B 2/V.2.424/0477 A2



BD 433 - BD 435

Kollektorstrom Ic 4 A
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

Ip < 10ms Icm 7 A

Basisstrom Ig 1 A
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

Icase = 25°C Piot 36 w
Sperrschichttemperatur 1 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich lstg —55..+150 °C
Storage temperature range
Anzugsdrehmoment MA 1) 70 Ncm
Tightening torque

* 731323 ™ * 731043 T
tot IC
40 fcase = 25 °C
w
N
10
N A
30
R 5
N
\ \
20 BD 433
\ 1 111
T 1T
BD 435
0,5 /
10
A
= 0,1 -
o 50 100 °C 1 5 10 50 V
lcase — Uce—
Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung RiniA 100 °C/W

Junction ambient

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe

with screw M3 and washer 32DIN125A
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BD 433 - BD 435

Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Gehause Rinic 35 °C/W
Junction case

mit Isolierscheibe
with isolating washer

mit Isolierscheibe und Paste RthJC 4 °C/W
with isolating washer and paste

Best. Nr. 119880 Ringc 8 °C/W

KenngréBen
Characteristics

famb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

Usg = 32V BD435 IcBO 100 pA
famp = 150°C, Ugg = 22V BD 433 Ico 3 mA
Ucg = 32V BD 435 IcBo 3 mA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

IC = 100 mA BD 433 U(BR)CEO ) 22 \Y
BD 435 U(BR)CEO 1) 32 \)
Ig = 100 pA BD 433 U(BR)CES 22 Vv
BD 435 U(BR)CES 32 Vv

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
IC = 2A, IB = 200 mA UCEsat 1) 0,5 Vv
Basis-Emitterspannung
Base emitter voltage
UCE = 1V, IC =2A UBEI) 1,1 \")
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio

UCE = 5V, IC = 10mA hFE 40
Ugg = 1V, Ig = 500 mA hegt) 85 475
Ug=1V,ig= 2A hegt) 50
Fur Paare gilt das hpp-Verhéitnis
hpg matched pair ratio
UCE =2V, IC = 500mA}Y) 1,4
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ucg = 10V, I = 250mA, f= 1MHz IT 3 MHz

1
1) £ =001, 1 - 03ms
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BD 433 - BD 435

f 751584 Tk * 7515827k
UBEsat UBE
U
CEsat ramp = 25 °C
Uog=1V
tamb = 25 °C
;', [ Ungea 1] "FE=10 \11 —
0,5 0,5
heg = 2% ~
o1 / 1/; 01
N Yeea
0,05 i i g 0,05
A 7
0,01 0,1 1A 0,01 o1 1A
lc — Ic — -
f 751583 T
"eE
Usg =1V
taml 25 °C
o 1 th
100 =2 N
50
10
5
1
0,01 0,1 1A
le —
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BD 434 - BD 436

Silizium-PNP-Epibasis-Leistungstransistoren
Silicon PNP Epibase Power Transistors

Anwendungen: NF-Endstufen
Applications: AF-output stages

Besondere Merkmale: Features:

@ Niedrige Betriebsspannung - ® Low supply voltage —
speziell fir Autoradiobetrieb especially for automobil radio

® Hohe Stromverstarkung ® High current transfer ratio

@ Verlustleistung 36 W ® Power dissipation 36 W

® Gepaart lieferbar @ Matched pairs available

@ BD 434, BD 436 sind komplementar @ BD 434, BD 436 are complementary to
zu BD 433, BD 435 BD 433, BD 435

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

B i
2o [ | b————i—rl0s"
+ PN of e g ey SO *1,25

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden
Collector connected with
metallic surface

Zubehor
Accessories Normgehéuse
Isolierscheibe Case
Isolating washer Best. Nr. 119880 12 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Unterlegscheibe Gewicht - Weight
Washer 3,2 DIN 125A max. 0,8¢g
Absolute Grenzdaten BD 434 BD 436
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung - UCBO 22 32 \
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 22 32 Vv
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung -Ugpo 5 '

Emitter-base voltage

B 2/V.2.425/0477 A2 65




BD 434 - BD 436

* 731323 "™
Ptot
40
w
N\
30 A
AN
20
N
N
10 \
o] 50 100 °C

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

Ip < 10ms

Basisstrom
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

loase = 25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Anzugsdrehmoment
Tightening torque

t

Warmewiderstande
Thermal resistances

66

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

l) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe

with screw M3 and washer

case ’

- IC 4 A
-Ig 1 A
Piot 36 w
1 150 °C
Istg ~55..+150 °C
Mp?) 70 N cm
* 731044 Ttk
-Ie
5
A\
BD 434
1 ZI i T
BD 436 j:
0,5 \ /’
1
0 1 5 10 50 V
“Ucg—
Min. Typ. Max.
RinuaA 100 °C/W

3,2 DIN 125A



BD 434 - BD 436

Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Gehause Rinic 35 °C/W
Junction case

mit Isolierscheibe
with isolating washer

mit Isolierscheibe und Paste Ringc 4 °C/W
with isolating washer and paste

Best. Nr. 119880 Ringc 8 °C/W

KenngréBen
Characteristics

tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

~Ugg =22V BD434  -Iggg 100 pA
- UCB =32V BD 436 - [CBO 100 HA
tamb = 150°C, - UCB =22V BD 434 —ICBO 3 mA
-Ucg = 32V BD 436 -IcBo 3 mA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

—IC = 100 mA BD 434 - U(BR)CEO 1) 22 \'
BD 436 - U(BR)CEO ) 32 \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
-[E = 1mA - U(BR)EBO 5 Vv

Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
—[C = 2A, —IB = 200 mA _UCEsatl) 0,5 \"

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
_UCE =1V, —IC =2A "UBEi) 1,1 \Y
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio

_UCE =5V, —IC = 10mA hFE 40
-Ugg = 1V, -Ig = 500 mA hEgt) 85 475
-Ugg=1V,-Ig= 2A hpgt) 50
Fir Paare gilt das hpp-Verhéltnis
hgg matched pair ratio
_UCE =2V, —IC = 500 mA1) 14

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
-Ugg = 10V, —=Ig = 250mA, f= 1MHz Vas 3 MHz

1
1) ¥ - 001, 1, = 03ms
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BD 434 - BD 436

? 751587 T f 751585 Tk
B UBEsat -UBE
~UcEsat
famb = 25 °C
“Ugg=1V
1 1 famb = 25 °C
E_UBE‘“ HE— fee 210 Vv
0,5 0,5
0.1 e =20 7 —————us 0,1
0,05 10 0,05
: ~Ucesat 1A
.l
0,01 [0} ] 1A 0,01 01 1A
? 751586 T
(33
~Ugg=1V
tamb = 25 °C
1000
500
~~~.
100 ™
AN
50 N
10
0,01 o,1 1A

-Ic —
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BD 437 - BD 439 - BD 441

Silizium-NPN-Epibasis-Leistungstransistoren
Silicon NPN Epibase Power Transistors

Anwendungen: Aligemein im NF-Bereich
Applications: General in AF-range

Besondere Merkmale:
@® Hohe Spitzenleistung
@ Verlustleistung 36 W
@ Gepaart lieferbar

@® BD 437, BD 439, BD 441 sind komple-
mentar zu BD 438, BD 440, BD 442

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Features:
® High peak power
® Power dissipation 36 W
@ Matched pairs available

® BD 437, BD 439, BD 441 are comple-

mentary to BD 438, BD 440, BD 442

Zubehor
Accessories

Isolierscheibe
Isolating washer

Best. Nr. 119880

Unterlegscheibe

Washer 3,2 DIN 125A

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

B 2/V.2.426/0477A2

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden
Collector connected with

metallic surface

Normgehéuse

Case

12 A 3DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht - Weight

max. 0,89

BD437 BD439 BD441

Ucgo 45 60 80
Uceo 45 60 80
Ueso 5
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BD 437 - BD 439 - BD 441

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

tp < 10ms

Basisstrom
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

lcase = 25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Anzugsdrehmoment
Tightening torque

* 731323 W
tot
40
w
N
30 N
\
20
N
10 N
N
(o] 50 100 °C
lcase —™

70

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe

with screw M3 and washer

I 4 A

]CM 7 A

Ig 1 A

Ptot 36 w

tj 150 °C

stg —56..+150 °C

Mp?) 70 Ncm

f 731226 Tfk
Ie

13 Icase = 25 °C
5
\
\ BD 437
\BD 439
! N
AT
)\
0,5 \
N\

\
01

1 5 10 50V

Uce—

3,2 DIN 125A



BD 437 - BD 439 - BD 441

Warmewiderstédnde
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

Sperrschicht-Gehause
Junction case

mit Isolierscheibe

with isolating washer Best. Nr. 119880

mit Isolierscheibe und Paste
with isolating washer and paste

KenngréBen
Characteristics

famb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current
Usg = 45V BD 437

Ucg = 60V BD 439
Ucg = 80V BD 441

famb = 150°C, Ugg = 45V BD 437
Ucg = 60V BD 439
Ucg = 80V BD 441

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
Ic = 100 mA BD 437
BD 439
BD 441

I = 100 pA BD 437
BD 439
BD 441

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
[E = 1mA
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
Ic = 2A, Ig = 200mA BD 437
BD 439, BD 441

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
U =1V, Ig = 2A BD 437
BD 439, BD 441

1
1) 7;3 =001, 1p = 0,3ms

Rihoa
Ringc
Ringc

Ringc

Icso
IcBoO
IcBo

IcBo
IcBo
Icso

UgRriceo
UBRrjceo™
UBRryceo?

UgRr)ces
UsRrjcEs
UBR)CES

UBRrieBO

U CEsat Y
UcEsat "

Ugg?)
Ugg?)

45
0
0

45
60
80

o O

Typ. Max.

100

35

100
100
100

wwow

0,6
08

12
15

°C/W

°C/W

°C/W

°C/W

< << << <
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BD 437 - BD 439 - BD 441

72

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

DC forward current transfer ratio
UCE =5V, IC = 10mA

Ugg = 1V, Ig = 500 mA

2A

UCE = 1V, IC

Fur Paare gilt das hpg-Verhéltnis
hpg matched pair ratio
UCE = 1V, Ic = 500 mA1)

Transitfrequenz
Gain bandwidth product

BD 437
BD 439
BD 441

BD 437
BD 439
BD 441

Ugg = 10V, Ig = 250mA, f = 1MHz

1f
1) £ =001, 1p = 03ms

hre
hpg
hrg

heg?
heg?

hrg?)
hrg?)

ST

30
20
15

40

40
25
15

Typ.

Max.

236

14

MHz
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BD 438 - BD 440 - BD 442

Silizium-PNP-Epibasis-Leistungstransistoren
Silicon PNP Epibase Power Transistors

Anwendungen: Allgemein im NF-Bereich
Applications: General in AF-range

Besondere Merkmale:
® Hohe Spitzenleistung
@ Verlustleistung 36 W
® Gepaart lieferbar

@ BD 438, BD 440, BD 442 sind komple-
mentér zu BD 437, BD 439, BD 441

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Zubehor
Accessories

Isolierscheibe

Isolating washer Best. Nr. 119880

Unterlegscheibe

Washer 3,2 DIN 125A

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

B 2/V.2.427/0477A2

Features:

® High peak power
® Power dissipation 36 W
® Matched pairs available

® BD 438, BD 440, BD 442 are comple-
mentary to BD 437, BD 439, BD 441

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden
Collector connected with
metallic surface

Normgehé&use

Case

12 A 3 DIN 41896
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht - Weight

max. 0,89

BD438 BD440 BD442

-Uggo 45 60 80 v
- Uggo 45 60 80 v
73




BD 438 - BD 440 - BD 442

Kollektorstrom -Ig 4 A
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

tp < 10ms =Icm 7 A

Basisstrom -Ig 1 A
Base current

Gesamtverlustieistung

Total power dissipation
lcase < 25°C Ptot 36 w
Sperrschichttemperatur 4 150 °C

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich tstg —55...+150 °C
Storage temperature range

Anzugsdrehmoment Mp 1) 70 Ncm
Tightening torque

* 731323 W ? 731227 T
Ptot _’c
40
w
3 10
\ A Icage = 25 °C
30
5
X \
BD 438
20 \BD 440
N 1 \ \\ BD 442
N N
\
N 0,5
10 N \
\
N
01
o 50 100 °C 1 5 10 50 V
tcase —— - UCE ——

') mit M3-Schraube und Unterlagscheibe

with screw M3 and washer 8,2DIN 125A
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BD 438 - BD 440 - BD 442

Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung Rinua 100 °C/W
Junction ambient
Sperrschicht-Gehause Ringc 35 °C/W

Junction case

mit Isolierscheibe Rihac 8 °C/W
with isolating washer Best. Nr. 119880
mit Isolierscheibe und Paste Rinic 4 °C/W

with isolating washer and paste

KenngréBen
Characteristics

famb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

-Ugg = 45V BD 438 -IcBo 100 A
-Ucg = 60V BD 440 -IcBo 100 pA
-Ucg = 80V  BD 442 -IcBoO 100 pA
tamb = 150°C, -Ugg = 45V BD 438 -Ico 3 mA
- UCB =60V BD 440 _ICBO 3 mA
- UCB =80V BD 442 _ICBO 3 mA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

—IC = 100 mA BD 438 - U(BR)CEO 1) 45 \"
BD 440 - U(BR)CEO ) 60 Vv
BD 442 -Upriceo 80 v
BD 440 - U(BR)CES 60 \Y
BD 442 - U(BR)CES 80 \Y

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
~lg=1mA - UBriEBO 5 v

Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
—-Ic = 2A, -Ig = 200mA BD 438 - UcEsat? 0,6 \Y
BD 440, BD 442 - UcEsat? 0,8 \Y

Basis-Emitterspannung
Base-emitter voltage
-~Uge =1V, -Ig = 2A BD 438 - Ugg?" 12 \%
BD 440,BD 442 - Ugg!) 15 v

1
1) —; =001, 1, = 03ms
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BD 438 - BD 440 - BD 442
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Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

DC forward current transfer ratio
—UCE = 5V, —IC = 10mA

_UCE =1V, -Ig = 500mA

—UCE=1V,—IC= 2A

Fir Paare gilt das hpg-Verhéltnis
hgg matched pair ratio

-Ugg = 1V, -Ig = 500mA?)
Transitfrequenz
Gain bandwidth

_UCE = 10V, —IC = 250mA, f= 1 MHz

1
1) —;. =001, 1, = 03ms

BD 438
BD 440
BD 442

BD 438
BD 440
BD 442

fr

30
20
15

40

40
25
15

Typ.

Max.

236

14

MHz
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¥ BD 643 - BD 645 - BD 647 - BD 649

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistoren
Silicon NPN Darlington Power Transistors

Anwendungen: NF-Endstufen
Applications: AF-Output stages

Besondere Merkmale:
® Hohe Sperrspannung
@ Sehr hohe Stromverstarkung
® Verlustleistung 62,5 W
@ Glaspassivierung

@ BD 643, BD 645, BD 647, BD 649 sind
komplementéar zu
BD 644, BD 646, BD 648, BD 650

Features:

® High reverse voltage

@ Very high current transfer ratio
® Power dissipation 62,5 W

® Glass passivation

® BD 643, BD 645, BD 647, BD 649 are
complementary to
BD 644, BD 646, BD 648, BD 650

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

0,5
f ] i
4,8 * ——
+ T T 2,65
; w5t | ¢ ; c
]
* f :
_____ - i
L_ | : _________ Y 1,5 E 5kQ 1200 | g
]
w04 37 LL 4 *-———+—f:£—‘—,_::—z—3*—* c
! 2,54
P [ | - B
——— f {
0,85
— 2,9 |- —] 47 ——
[——— 5'7 ——t
16,2 12,5 8375
Kollektor mit
Montageflache verbunden
Zubehor Collector connected
Accessories with metallic surface

Isolierscheibe
Isolating washer Best. Nr. 564 542
Isolierbuchse

Isolating bush Best. Nr. 513 242

S 8/V.2.653/1077 A1

Normgehéuse
Case

14 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 220
Gewicht - Weight
max. 1,5g
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BD 643 - BD 645 - BD 647 - BD 649

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

78

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

Basisstrom
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
fcase =25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

BD 643

Usgo 60
Ucgo 45
UeBo

Ic

Iem

77 2231

60

40

20

40

80

120 °C

case -

BD 645 BD 647 BD 649

80 100 120

60 80 100

150

62,5

150

-55 ... +150

mA

°C

°C



BD 643 - BD 645 - BD 647 - BD 649

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Gehause
Junction case

KenngroBen
Characteristics

lcase = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom

Collector cut-off current

Ucg= 45V BD 643
Ucg= 60V BD 645
Ucg= 80V BD 647
Upgg= 100V BD 649
a0 a0y e
CB~

Ucg =50V BD 647

Ucg=60V BD 649
UCE =25V BD 643
Ucg=30V BD 645
Ucg=40V BD 647
Ucg=50V BD 649

Emitterreststrom
Emitter cut-off current

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

IC = 100 mA BD 643
BD 645
BD 647
BD 649
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
Ic=4A Ig=16mA BD 643

Ic=3A Ig=12mA
BD 645, BD 647, BD 649

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
UCE=3V, IC=4A
Ic=38A
BD 645, BD 647, BD 649

BD 643

t,
) —}’ =001;1,=0,1ms

Min. Typ. Max.

Ringc 2
Icso 200
IcBO 200
IcBo 200
IcBO 200
IcBo 2
IcBo 2
IcBo 2
IcBo 2
Iceo 500
IcEo 500
IcEo 500
IcEo 500
Iego 5

Ugryceo') 45
Ugr)ceo') 60
Upr)ceo') 80
Upryceo') 100

UcEsat 2
Ucksat 2
Ugg 2,5
Ugg 2,5

°C/W

pA
LA
pA
pA

mA
mA
mA
mA

pA
pA
HA
pA

mA

<< <<
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BD 643 - BD 645 - BD 647 - BD 649

DurchlaBspannung der Schutzdiode
Forward voltage of the protection diode
Ig=3A
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio
UCE =3 V, IC = 4A BD 643
IC =3A
BD 645, BD 647, BD 649

hsg-Grenzfrequenz -
hte-cut-off frequency
Ucg=3V, Ic=4A, BD 643
IC =3A
BD 645, BD 647, BD 649
Transitfrequenz

Gain bandwidth product
UCB=3V,IC=3A, f=1 MHz

80

Shte

Jhfe

ST

Min. Typ.
1,2
750
750
100
100
7

Max.

kHz

kHz

MHz



<@> BD 644 - BD 646 - BD 648 - BD 650

Silizium-PNP-Darlington-Leistungstransistoren
Silicon PNP Darlington Power Transistors

Anwendungen: NF-Endstufen
Applications: AF-Output stages

Besondere Merkmale:
® Hohe Sperrspannung
® Sehr hohe Stromverstarkung
® Verlustleistung 62,5 W
® Glaspassivierung

® BD 644, BD 646, BD 648, BD 650 sind

komplementéar zu
BD 643, BD 645, BD 647, BD 649

Features:
® High reverse voltage
@ Very high current transfer ratio
® Power dissipation 62.5 W
® Glass passivation

® BD 644, BD 646, BD 648, BD 650 are
complementary to
BD 643, BD 645, BD 647, BD 649

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Zubehor
Accessories

Isolierscheibe ooy N 564 542
Isolating washer
Isolierbuchse

Isolating bush Best. Nr. 513 242

S 8/V.2.652/1077 A1

*0.5
-1 T

2,65

c
! :
+ 5kQ  100Q | g

12,5 5378
Kollektor mit

Montageflache verbunden
Collector connected
with metallic surface

Normgehéause
Case

14 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 220
Gewicht - Weight
max. 1,5g
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BD 644 - BD 646 - BD 648 - BD 650

Absolute Grenzdaten BD 644
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucgo 45
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 45
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung -Uggo
Emitter-base voltage
Kollektorstrom -Ic
Collector current
Kollektorspitzenstrom ~Icm
Collector peak current
Basisstrom -Ig
Base current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
fcase =25°C Piot
Sperrschichttemperatur {
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg
Storage temperature range
? 77 2231
Peot
80
w
60
40
20
(o} 40 80 120 °C
‘case —=

82

BD 646 BD 648

60 80

60 80

150

62,5

150

-55..+150

BD 650

100

100

mA

mA

mA

mW

°C

°c



BD 644 - BD 646 - BD 648 - BD 650

Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Gehause Rindc 2 °C/W

Junction case

KenngroBen
Characteristics

t = 25°C, falls nicht anders angegeben

case ; .
unless otherwise specified

Kollektorreststrom

Collector cut-off current

-Ucg= 45V BD 644 -Icgo 200 pA
-Ucp = 60V BD 646 -Icgo 200 pA
—UCE = 80V BD 648 —ICBO 200 |JA
~Ugg =100V BD 650 -/cgo 200 HA
fcase = 100°C, -Ucg= 30V BD 644 -Ico 2 mA

~Ugg=40V BD 646 -Icgo 2 mA

'UCB =50V BD 648 _ICBO 2 mA

~Ucgp=60V BD 650 -IcBO 2 mA
~Ucg=25V BD 644 -Iceo 500 pA
-Ucg =30V BD 646 -Icgo 500 WA
~Ucg=40V BD 648 -Icgo 500 HA
—UCE =50V BD 650 -Icgo 500 HA

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
'UEB=5V _IEBO 5 mA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

_IC =100 mA BD 644 _U(BR)CEO]) 45 \
BD 646 _U(BR)CEO]) 60 \
BD 648 _U(BR)CEOI) 80 \
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
“Ic=4A -Ig=16mA BD 644 -Ucpgat 2 \"
“Ic=3A-Ig=12mA
BD 646, BD 648, BD 650  -Ucggat 2 Vv
Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
“Ucg=3V.-Ic=4A BD 644 -Upgp 2,5 \
-Ic= 3A
BD 646, BD 648, BD 650 -Upp 2,5 \

t
1y P_ =
)T 0,01.tp 0,1 ms
83




BD 644 - BD 646 - BD 648 - BD 650

84

DurchlaBspannung der Schutzdiode
Forward voltage of the protection diode

_IF =3A
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio

"UCE =3 V, _IC =4 A BD 644

) "[C =3A
BD 646, BD 648, BD 650

hso-Grenzfrequenz
hte-cutt-off frequency
~Ucg=3V,-Ic=4A BD 644
'[C =3A
BD 646, BD 648, BD 650
Transitfrequenz

Gain bandwidth product
-Ucg=3V,-Ic=3A f=1MHz

Shie

Shte

/T

Min.

750

750

Typ.

1,2

100

100

Max.

kHz

kHz

MHz
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A4 BD675-BD677 - BD679 - BD 681

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistoren
Silicon NPN Darlington Power Transistors

Anwendungen: NF-Endstufen
Applications: ' AF-output stages

Besondere Merkmale: Features:
@ Sehr hohe Stromverstarkung @ Very high current transfer ratio
@ Verlustleistung 40 W ® Power dissipation 40 W
® BD675,BD677,BD 679, BD 681 sind komple- ® BD675,BD677,BD 679,BD 681are comple-
mentér zu BD 676, BD 678, BD 680, BD 682 mentary to BD 676,BD 678,BD 680,BD 682

Vorlédufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

=10 kQ =150Q | g

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden
Collector connected with
metallic surface

Zubehor
Accessories
Normgehduse
. . Case
12 A 3 OIN 41500
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Unterlegscheibe Gewicht - Weight
Washer 3,2 DIN 125A max. 0,89
Absolute Grenzdaten BD675 BD677 BD679 BD681
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 45 60 80 100 \"
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 45 60 80 100 Vv
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung UEBO 5 Vv

Emitter-base voltage

B 2/V.2.432/0477 A2 85




BD 675 -BD677 - BD679 - BD 681

Anzugsdrehmoment
Tightening torque
t 721230 Tk
Peot
40
w \
\
30 \
\
\
20 \
\
10
\
\
o] 50 100 150 °C
lcase —

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current
tp < 10ms

Basisstrom
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lcase < 25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Wiarmewiderstande
Thermal resistances

86

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

Sperrschicht-Gehause
Junction case

') mit M3-Schraube und Unterlagscheibe

with screw M3 and washer

IC 4 A
ICM 7 A
Ig 100 mA
Piot 40 w
tj 150 °C
’stg —55..+150 °C
Mp?) 70 Ncm
* 731231 T
Ic
1 \
A fcase <25 °C
0,5
[0} \ \
1
BD 675 \
0.05 =
BD 681. [
nt
0'011 5 10 50 V
Uce—
Min. Typ. Max.
Rth JA 100 °C/W
Rinic 3,12 °C/W




BD675-BD677 - BD679 - BD 681

KenngréBen Min. Typ. Max.
Characteristics

tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

UCB = 60V BD 677 ICBO 0,2 mA
Ucg = 80V BD 679 IcBo 02 mA
UCB =100V BD 681 ICBO 0,2 mA
tamb = 100°C, UCB = 45V BD 675 [CBO 2 mA
UCB = 60V BD 677 IcBo 2 mA
Ugg = 80V BD 679 Icgo 2 mA
UCB = 100V BD 681 ICBO 2 mA
UCE = 20V BD 675 ICEO 0,5 mA
UCE = 30V BD 677 ICEO 0,5 mA
Ucg = 40V BD 679 IcEO 05 mA
UCE = 50V BD 681 ICEO 0,5 mA

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
Ugg = 5V Iego 2 mA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

]C = 50 mA BD 675 U(BR)CEO 1) 45 \
BD 677 U(BR)CEO 1) 60 \
BD 679 U(BR)CEO 1) 80 \Y,
BD 681 U(BR)CEO 1) 100 \Y}
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
Ic = 15A, Ig = 30mA UcEsat? 25 \

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
UCE = 3\/, IC = 1,5A UBEi) 2,5 \'

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio
Ugg =8V, Ig = 15A hegt) 750

Kleinsignal-Stromverstérkung
Small-signal current gain
UCE=3V,IC=1,5A,f=1MHZ hfe 1

11
1) %) =002, f, = 0,3ms

87
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BD676 - BD678 - BD 680 - BD 682

Silizium-PNP-Darlington-Leistungstransistoren
Silicon PNP Darlington Power Transistors

Anwendungen: NF-Endstufen
Applications: AF-output stages

Besondere Merkmale:
@ Sehr hohe Stromverstéarkung
@ Verlustleistung 40 W

® BD676,BD 678, BD 680, BD 682 sind komple-
mentér zu BD 675, BD 677, BD 679, BD 681

Features:
@ Very high current transfer ratio
® Power dissipation 40 W

® BD676,BD678,BD680,BD682arecomple-
mentarytoBD 675,BD677,BD 679,BD 681

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Zubehor
Accessories

Isolierscheibe

Isolation washer Best. Nr. 119880

Unterlegscheibe

Washer 3,2 DIN 125A

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-Emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

B 2/V.2.433/0477A2

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden
Collector connected with
metallic surface

Normgehéuse

Case

12 A 3DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht - Weight

max. 0,89

BD676 BD678 BD680 BD682

-Ucgo 45 60 80 100 v
-Ugeo 45 60 80 100 v

89



BD676 - BD678 - BD 680 - BD 682

f

P tot

20

10

40
W \

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current
Ip < 10ms

Basisstrom
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
o
lcase S 25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Anzugsdrehmoment
Tightening torque

721230 Tk

Warmewiderstédnde
Thermal resistances

90

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

Sperrschicht-Gehause
Junction case

[0} 50 100 150 °C
lcase —

') mit M3-Schraube und Unterlagscheibe

with screw M3 and washer

_IC 4 A
- ICM 7 A
-lIg 100 mA
Ptot 40 w
tj 150 °C
’stg —55..+150 °C
MpY) 70 Ncm
? 731232 T
- [C
1 \
A Icage <25 °C
0,5
o1 L\
BD 676 \
BD 678
0.05 BD 680 [N
8o 682 | [N
TH
,01
o017 5 10 50 V
e
Min. Typ. Max.
Rth JA 100 °C/W
Rth JC 3,12 °C/W

3,2 DIN 125A



BD676 - BD678 - BD 680 - BD 682

KenngroBen Min. Typ. Max.
Characteristics

tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

- UCB = 45V BD 676 - [CBO 0,2 mA
- UCB = 60V BD®678 - [CBO 0,2 mA
-Usg = 80V BD680  -Icgo 02 mA
-Ucg = 100V BD682  -Igpo 02 mA
lamp = 100°C, -Ucg = 45V BD676  -Icgo 2 mA
_UCB = 60V BD678 - ICBO 2 mA
- UCB = 80V BD 680 - [CBO 2 mA
-Ucg = 100V BD682  -Icpo 2 mA
-Ugg = 20V BD676  -Igpg 05 mA
- UCE = 30V BD678 - ICEO 0,5 mA
-Ugg = 40V BD680  -Icgo 05 mA
'—UCE = 50V BD 682 - ICEO 0,5 mA

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
—UEB =5V _IEBO 2 mA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

—[C = 50mA BD 676 - U(BR)CEO 1) 45 Vv
BD 678 - U(BR)CEO 1 60 \'
BD 680  -UpgRryceo? 80 v
BD 682 - U(BR)CEO 1) 100 \

Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
—[C =15 A, —IB = 30mA - UCEsatl) 2,5 \

Basis-Emitterspannung
Base-emitter voltage
_UCE = 3V, —IC = 1,5A —UBEl) 2,5 V

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio
~Ugg =8V, -Ig = 15A hegt) 750

Kleinsignal-Stromverstarkung
Small-signal current gain
—UCE=3V,—IC=1,5A, f=1MHZ /’lfe 1

1
1) £ =002 1, - 03ms
91
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BDY 42 - BDY 43

- BDY 44

Silizium-NPN-Leistungstransistoren
Silicon NPN Power Transistors

Anwendungen: Spannungsregler, Inverter, getaktete Netzgeréate
Applications: Voltage regulator, inverter, switching mode power supply

Besondere Merkmale: Features:
® Hohe Sperrspannungen ® High reverse voltages
® Hohe Stromverstérkung ® High current gain
@® Kurze Schaltzeiten @ Short switching times
@ Verlustleistung 60 W @ Power dissipation 60 W

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

#1
#20

! | 16,9
fl{/ { & Kollektor mit
+ y Gehéause verbunden
Collector connected
a1 ] with case
11—
j-————— 26 ——— - O —Ptet— 115 —
Normgehéuse
Zubehor Case
Accessories 3B 2DIN 41872
JEDEC TO 3
Isolierscheiben Best. Nr. 515390 Gewicht - Weight
Isolating washers Best. Nr. 562 897 max. 20g
Absolute Grenzdaten BDY42 BDY43 BDY44
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung UCBO 400 600 750 Vv
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 250 300 350 \
Collector-emitter voltage
Ig=0 Uces 400 600 750
Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo 7 "
Emitter-base voltage
93

B 2/V.2.436/0477A2




BDY 42 - BDY 43 - BDY 44

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current
p < 10ms

Basisstrom
Base current

Negativer Basisspitzenstrom

Negative base peak current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

Ucg < 30V, f¢a6e < 25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich

Storage temperature range

77 2222

tot

soH
W |

60 X

P

40

20

Fig.1

N\

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Geh&use
Junction case

94

120

t

160 °C
case —™

Io 5 A
ICM 10
Ig 3
~Igm 4 A
Prot 60 w
fj 175 °C
Istg ~65..+175 °C
f JIl 771580
T T
L T IITT
IC case = 25 °C
—T£= 0,01
1p=10 us
10
A N }
N\ \
Nah
\ ;100 us
\
| L
\ '\ |
AW L]
M
L
| 71 n:s
\N \\
0,1 1
‘\ 10 ms
\ —
BDY 42
BDY 43
0.01 P 8DY 44 __ {]
T 10 100 V
Uce —=
Min. Typ. Max.
Rihyc 25 °C/W



BDY 42 - BDY 43 - BDY 44

T 772223
Zthp
e —
‘p —t—1 ——4;
-7—=0.5 -_'_'ﬂ—'— e bl dte compn e | =T
L %
! H =
e e
0,5 ' =T A
=5 =57 4
0.1 L -t /"/
0.05p L P d
Pyl g
I LT 47
0.1 - Pd|
0.02 ¢ .
T
0,05 0.01 7]
; Fig- 3
0,0 -
1076 1075 1074 1073 1072 107" 10°s
ly ——=
p
Statische KenngréBen Min. Typ. Max.
DC characteristics
lcase = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
Kollektorreststrom
Collector cutoff current
Uces IcES 200 A
lcase = 150°C, UCES ICES 2 mA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector base breakdown voltage
BDY 43 U(BR)CBO 600 \%
BDY 44 U(BR)CBO 750 \
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector emitter breakdown voltage
BDY 43 U(BR)CEO 300 \"
BDY 44 U(BR)CEO 350 \
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BDY 42 - BDY 43 - BDY 44

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter base breakdown voltage
Ig = 2mA

Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
Ic = 5A, Ig = 15A

Basis-Sattigungsspannung
Base saturation voltage
IC =5A, [B =15A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio

Ugg =2V, Ig = 1A

Uce = 2V.Ic = 5A

Dynamische KenngroBen
AC characteristics
lcase = 25°C

Transitfrequenz
Gain bandwidth product

Ugg = 10V, I = 500mA, f = 10 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Collector base capacitance
Uog = 10V, f=1MHz

Schaltzeiten
Switching characteristics

Min. Typ.

UBR)EBO 7

UcEsat

UEsat

heg 20

hFE 5
fr 10 12
Cceo

IC =25A, IB1 ~ —132 0,5 A, lcase = 25°C, siehe MeBschaltung

Einschaltzeit
Turn-on time

Abfallzeit
Fall time

Ausschaltzeit
Turn-off time

96

see test circuit

tO n

I

loff

Max.

15

90

0,5

MHz

pF

us

s

s



BDY 42 - BDY 43 - BDY 44

R~=500Q Oszilloskop:
G Oscilloscope:
n RL>1OO kQ

T=0,01 50 V| t, <15ns
tp = 20 us ‘

—
772224

Fig. 4 MeBschaltung fiir: e
Test circuit for: on ‘f» ‘off

? 772225 ? 772296
Use Ugg=2V heg lope2v
‘case=25°C
1,6
Vv
100
1,2 -'i=+1oo c
50 = +25°C TN
="l 1™
5/ —— N
0,8 , 7/
Lttt ] 10 u
5 i
0,4
o2 1 Fig. 6
10 100 1000 mA 10 100 1000 mA
c Ig—=
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BDY 42 - BDY 43 - BDY 44

t l [ 772227
I — IC = 1A’
"rE
40 I,
I case =25 °C
30 l'
20
]
1
5A/,
10 r’/
10 A
l”
Fig.7
(0] 8 16 24 V
Yee—
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BDY 45 - BDY 46 - BDY 47

Silizium-NPN-Leistungstransistoren
Silicon NPN Power Transistors

Anwendungen: Spannungsregler, Inverter, getaktete Netzgerate

Applications:

Besondere Merkmale:
® Hohe Sperrspannungen
® Hohe Stromverstérkung
® Kurze Schaltzeiten
@ Verlustleistung 95 W

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Zubehor
Accessories

Best. Nr. 515390
Best. Nr. 562 897

Isolierscheiben
Isolating washers

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage
Ig=0

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

B 2/V.2.437/0477A2

Voltage regulator, inverter, switching mode power supply

Features:
® High reverse voltages
® High current gain
@ Short switching times
® Power dissipation 95 W

82

[}

#1

e 9 —tw— 115 —»

Kollektor mit
Gehause verbunden
Collector connected

with case

Normgehéuse
Case

3B 2DIN 41872
JEDEC TO 3
Gewicht - Weight
max. 20 g

BDY 45 BDY46 BDY47

Ucgo 400 600 750 v

Uceo 250 300 350 v

Uces 400 600 750 v
99




BDY 45 - BDY 46 - BDY 47

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

Basisstrom

Base current

Basisspitzenstrom
Base peak current

Gesamtverlustleistung

Total power dissipation
UCE < 20V, tcase < 45°C

Sperrschichttemperatur

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

tot

80

60

40

20

100

\
\
\
\
\
\
\
\
Fig.1 \
40 80 120 160 °C
lcase ™™

IC 15 A
ICM 17 A
IB 5 A
IBM 7 A
_IBM 7 A
l‘j 175 °C
tstg —65..+175 °C
HiE— 7722
? Icase = 25 °C T
fp R
I L =001
c o=10us [T
—— N\ N\ ;1(‘)0 s
10 NN X :
A \\\ 1 \
3 ot
il
\ g
1 \ ]
JI.—1 ms
1N
\ | LR
N \ ),10 ms
NI
0,1
BDY 45 _|
BDY 46
sov a7 [T}
O 01 Fig. 2 ’
T 10 100 V
Uce —



t 772229
Zthp
T ="
1 e
C/WE 5 ——
| == =0,5 === =
0,5 [ —— — o=
0,2 p=—1"" 1= ==
= L
e e <
, ’,//’/‘/
0,1 } l padi)’
’ 0,05 > -
7
I -
0,05 0.02 £ 4
1|z
0.01
ig-3
0,01 ~ - . _ _ § O .
o 107 10 10 10 10 10°s
fp —_—

f | ] l l ’ | 772230
[ Repsc* Rinca™ 25 °C/W
i+ .y
\ T 5°C/W
160
© N ST
NN S T Jocmw
s . 1
Ry ga=30°C/W N ~ = 20°Crw
120 ™N 8
T 5
Rgg <100 Q
80
Fig.5 77 2181
BDY 45— BOY 47
8ov 46— | |
40 L]
Fig.4
o 200 400 600 800V
UCER_»
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BDY 45 - BDY 46 - BDY 47

Waiarmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Geh&use Ringc 1,37 °C/W

Junction case

Statische KenngréBen
DC characteristics

tcase = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cutoff current

. Uces Ices 200 pA
Icase = 150°C, Uggg Ices 25 mA

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector base breakdown voltage

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector emitter breakdown voltage
[C = 200 mA BDY 45 U(BR)CEO 250 \'
BDY 46 U(BR)CEO 300 \Y
BDY 47 U(BR)CEO 350 \"

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter base breakdown voltage
Ig = 2mA UBR)EBO 7 v

Kollektor-Séattigungsspannung
Collector saturation voltage
IC = 15A, [B =5A UCEsat 15 \)

Basis-Sattigungsspannung
Base saturation voltage
IC =15 A, IB = 5A UBEsat 2 V

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio
Ugg =2V, Ig = 2A heg 20
UCE=2V,10=1OA hFE 5
Transitfrequenz

Gain bandwidth product
Ucg = 10V, Ig = 500mA, / = 10MHz T 10 13 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Collector base capacitance
UCB =10V, f= 1MHz CCBO 200 pF
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BDY 45 - BDY 46 - BDY 47

Schaltzeiten Min. Typ. Max.
Switching characteristics

Ic=5AIgy1~-Igg=1A lca5e =25 °C, siehe Meﬁschgltung
see test circuit

Einschaltzeit on 05 s
Turn-on time

Abfallzeit I 1 us
Fall time

Ausschaltzeit loff 35 Ws

125V Oszilloskop:

R
Oscilloscope:

=50Q

p
-— = 0,01

T 50V [ I

th =20 us

P 0 —

B

RL> 100 kQ

ty<15ns

77 2232

Fig. 6 MeBschaltung fiir: e
Test circuit for: on’ “f ‘off
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BDY 45 - BDY 46 - BDY 47

772233 ‘ T—HH 772234
T 1]
; I T
CES Icage =25°C
5 UCEsat ’
mA
1000 i
mV "
\
j 500 \ \
1 \ I\ \
\ \ \ NN s A
NN
0.5 / ) N
s 100 \\ M~ 3a
AN 2A
/ 50 LH
=1A
/ C
A
!
0.1 Figﬂ Fig. 8
o 40 80 120 160 °C 10 100 1000 mA
lcase — 's
T 772235 ? 772236 -
UBE heg
v a7
100
1’2 z,:noo °C o
50 NI 218%C e i
/ — ™
0,8 I __J‘_a---h- “a0 TR
L J.’*"— 10 1
!
0.4 ST
r
|
o Fig. 9 ] Fig.10
10 100 1000 mA 10 100 1000 mA
IC — - [C —_—
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BDY 45 - BDY 46 - BDY 47

t | 1 77 2237 f 77 2238
le=14A T—<—-—l
FE loff:'f | ot
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T
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Fig. 11 Fig.12
(0] 8 16 24 V (o] 10 20 30 40 us
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3
|
A
N
2 NG
foff
4
1
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s
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BF 469

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistor
Silicon NPN Epitaxial Planar RF Transistor

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempféngern
Applications: Video-B-class power stages in TV receivers

Besondere Merkmale: Features:
® Komplementar zu BF 470 ® Complementary to BF 470

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

28 i

Kollektor mit metallischer

Montageflache verbunden

Collector connected with

Zubehér metallic surface
Accessories

Isolierscheibe gooy Nr 119880

Isolating washer Normgehduse
. Case
Unterlegscheibe 3 5 oy 1254 12 A 3 DIN 41869
Washer JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht - Weight

max. 0,8 g

B 2/V.2.580/0477A3 107



BF 469

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

108

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lcage = 110°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Anzugsdrehmoment
Tightening torque

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe

with screw M3 and washer

3,2 DIN 125A

Ucso
Uceo

Ueso

Iom

Pyot

Istg

M)

250

250

20

100

2
150

-65... +1560

70

mA

mA

°C

°C

Ncm



BF 469

Wirmewiderstédnde Min. Typ. Max.
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
/=4 mm,
Kupferkiihiflache =10x 10 mm, 35 pym dick RinJa 100 °C/W
Copper cooling area =10 x 10 mm, 35 um thickness

Sperrschicht-Gehduse Riynic 20 °C/W
Junction case

Kenngroien

Characteristics

tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current
Ucp = 200V Ico 10 nA
Ucg =200V, Rgg = 10kQ, 4= 150°C IcER 10 pA
Emitterreststrom
Emitter cut-off current
UEB =5V IEBO 10 pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage
Ic=1 pA U(BR)CBO 250 \
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
IC =1mA U(BR)CEO 250 \

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio

UCE =20V, IC = 25mA hFE 50
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ucg = 10V, Ig = 10 mA T 60 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Collector-base capacitance
UCB =30V, f =0,5MHz CCBO 1,8 pF

Rickwirkungszeitkonstante
Feedback time constant
UCB =20V, "]E =10 mA, f = 10,7 MHz rbb’ CbIC 90 ps

Kollektor-HF-Sattigungsspannung
Collector saturation RF voltage

[C =25 mA, tj = 150°C UCEsat HF 20 \"
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BF 470

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistor
Silicon PNP Epitaxial Planar RF Transistor

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangern
Applications: Video-B-class power stages in TV-receivers

Besondere Merkmale: Features:
@ Komplementar zu BF 469 ® Complementary to BF 469

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

N

-~ 3y

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden
Collector connected with

Zubehor metallic surface

Accessories

Isolierscheibe

Isolating washer Best. Nr. 119880

Normgeh&duse
Unterlegscheibe Case
Washer 3.2DIN 125 A 12 A3 DIN 41869

JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht - Weight
max. 0,8 g

B 2/V.2.581/0477A3 1




BF 470

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucgo 250 \
Collector base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 250 \
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung -Uggo 5 \
Emitter-base voltage

Kollektorstrom -Ic 20 mA
Collector current

Kollektorspitzenstrom =Icm 100 mA
Collector peak current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

tcase =110°C PtOt 2 w

Sperrschichttemperatur Y 150 °C
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich Istg -65 ... +150 °C
Storage temperature range

Anzugsdrehmoment My 70 Ncm
Tightening torque

‘) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe

with screw M3 and washer 3,2 DIN 125A
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BF 470

Warmewiderstdande Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
/=4 mm,
Kupferkihlflache =10x 10 mm, 35 pm dick RindA 100 °C/W
Copper cooling area =10 x 10 mm, 35 ym thickness

Sperrschicht-Gehaduse Rinic 20 °C/W
Junction case

KenngroBen
Characteristics

Tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom

Collector cut-off current
"UCB =200V _ICBO 10 nA
"UCE =200V, RBE = 10kQ, tj =150°C —[CER 10 pA

Emitterreststrom
Emitter cut-off current

~Ugg=5V -Iego 10 pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage

"[C =1 pA -U(BR)CBO 250 \
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

—IC =1mA _U(BR)CEO 250 \%

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio

—UCE =20V, -IC =25 mA hFE 50
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
-Ucg =10V, -Ic = 10mA T 60 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Collector-base capacitance
"UCB =30 VY f = 0,5 MHz CCBO 1,8 pF

Rickwirkungszeitkonstante
Feedback time constant
-Ucg =20V, -[g =10 mA, f = 10,7 MHz bb Cbe 90 ps

Kollektor-HF-Sattigungsspannung
Collector saturation RF voltage
_IC = 25 mA, tj = 150°C UCEsat HF 20 \%
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BF 471

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistor
Silicon NPN Epitaxial Planar RF Transistor

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangern
Applications: Video-B-class power stages in TV receivers

Besondere Merkmale: Features:
® Hohe Sperrspannung ® High reverse voltage
® Komplementér zu BF 472 ® Complementary to BF 472

Vorlaufige technische Daten * Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden
Collector connected with
metallic surface
Zubehor
Accessories

Isolierscheibe
Isolating washer Best. Nr. 119880 Normgeh&use

i Case
LJV"JEZEQ““G'“ 3,2 DIN 125A 12 A3 DIN 41869
JEDEC TO 126 (SOT 32)

Gewicht - Weight

max. 0,8 g

B 2/V.2.626/1177A2 115



BF 471

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
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Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Collector-emitter voltage
R =2,7kQ

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

fease = 110°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Anzugsdrehmoment
Tightening torque

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe

with screw M3 and washer

3,2 DIN 125A

Ucso

Ucer
Ueso

Ic

Iem

Piot

Istg

Mp")

300

300

30

100

150

—-65.. +150

70

mA

mA

°C

°C

Ncm



BF 471

Warmewiderstéande Min. Typ. Max.
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

/=4 mm,
Kupferkiihlflache =10x 10 mm, 35 pm dick Rinia 100 °C/W
Copper cooling area =10 x 10 mm, 35 pm thickness
Sperrschicht-Geh&duse Ringc 20 °C/W

Junction case

KenngroBBen
Characteristics

tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

Ucg = 200V IcBo 10 nA
UCE =250V, RBE =27 kQ, ICER 50 nA
Ucg = 250V, Rgp = 2,7kQ, f= 150°C IceRr 10 pA
Emitterreststrom
Emitter cut-off current
Ugp=5V IEBO 10 pA

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage
IC =10 pA U(BR)CBO 300 \Y

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
IC =1 }.IA, RBE = 2,7 kQ U(BR)CER 300 \"

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
IE =10 ]JA U(BR)EBO 5 \
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéitnis
DC forward current transfer ratio

Ucg =20V, Ic =25 mA hpe 50
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ucg =10V, Ic=10mA JT 60 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Collector-base capacitance
Ucg =30V, f =1MHz Ccgo 1,8 pF

Riickwirkungszeitkonstante
Feedback time constant
UCB =20 V, —IE =10 mA, f = 10,7 MHz 'bb Cb’c 90 Ps

Kollektor-HF-Sattigungsspannung
Collector saturation RF voltage
IC =25 mA, tj =150°C UCEsat HF 20 \%
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BF 472

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistor
Silicon PNP Epitaxial Planar RF Transistor

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangern
Applications: Video B-class power stages in TV-receivers

Besondere Merkmale: Features:
® Hohe Sperrspannung ® High reverse voltage
® Komplementar zu BF 471 ® Complementary to BF 471

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

5361

Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden
Collector connected with
metallic surface
Zubehor
Accessories

Isolierscheibe

Isolating washer Best. Nr. 119880

Normgehause

i Case
Unterlegscheibe

Washer 3,2 DIN 125A 12 A3 DIN 41869

JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht - Weight
max. 0,8 g

B 2/V.2.627/1177A2 119



BF 472

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung

Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Collector-emitter voltage
R =2,7kQ

Emitter-Basis-Sperrspannung

Emitter-base voltage

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lcase = 110°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich

Storage temperature range

Anzugsdrehmoment
Tightening torque

1) mit M3-Schraube und Unterlagscheibe

with screw M3 and washer

120

-Ucso

~Ucer
~Uggo

“Iem

3,2 DIN 125A

Piot

Istg

Mp")

300

300

30

100

2
150

—65... +150

70

mA

mA

°C

°C

Ncm



BF 472

Warmewiderstiande Min. Typ. Max.
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

/=4 mm,
Kupferkihifliche =10x 10 mm, 35 um dick Ripaa 100 °C/W
Copper cooling area =10 x 10 mm, 35 um thickness
Sperrschicht-Gehause Rindc 20 °C/W

Junction case

KenngroBen
Characteristics

tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

‘UCB =200V _ICBO 10 nA
—UCE =250V, RBE =27 kQ, —/CER 50 nA
—UCE =250V, RBE =2,7kQ, fj =150°C _ICER 10 pA

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
—UEB=5V _IEBO 10 HA

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage
—IC =10 pA - U(BR)CBO 300 Vv

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
*/c =1 A, RBE =2,7kQ _U(BR)CER 300 \%

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage

_IE =10 pA _U(BR)EBO 5 \"
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

DC forward current transfer ratio
_UCE =20 V, -IC =25 mA hFE 50

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
~Ucg =10V, -Ic = 10mA JT 60 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Collector-base capacitance
-Ucg =30V, f =1MHz CcBO 1,8 pF

Rickwirkungszeitkonstante
Feedback time constant
-Ucg =20V, /g =10mA, f = 10,7 MHz vbb Che 90 ps

Kollektor-HF-Sattigungsspannung
Collector saturation RF voltage
~Ic = 25 mA, 4= 150°C ~UcEsat HF 20 \"
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BU 126

Silizium-NPN-Leistungstransistoren
Silicon NPN Power Transistors

Anwendungen: Spannungsregler, Inverter, getaktete Netzgeréte
Applications: Voltage regulator, inverter, switching mode power supply

Besondere Merkmale: Features:
@ In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik ® In Tripple Diffusion Mesa Technique
® Hohe Sperrspannung ® High reverse voltage
® Kurze Schaltzeit @ Short switching time

Abmessungen in mm
Dimension in mm

Kollektor mit
ll i Gehé&use verbunden

Collector connected
" with case

#20

Normgehéause
Case

3B 2DIN 41872
JEDEC TO 3
Gewicht - Weight
20g

o 9 —rm— 115 —!

Zubehor
Accessories

Isolierscheiben Best. Nr. 515390
Isolating washers Best. Nr. 562 897

B 2/V.2.322/0474A1 123




BU 126

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 300 \%
Collector-emitter voltage

IB =0 UCES 750 \Y
Kollektorstrom Ic 3 A

Collector current

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

tp =10 ms ICM 6 A
Basisstrom Ig 2
Base current
Negativer Basisspitzenstrom =Igm 1,5 A

Negative base peak current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lcase = 25°C Pyot 40 w

Sperrschichttemperatur 4 125 °C
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich Istg -65..+125 °C
Storage temperature range

772240
? T T 111
X N ROk
I I
C A \‘ ~\¥ h 100us [
\ \! \ N
‘~ \
N \ N |
1 N Getakteter Netzteilbetrieb wahrend des
A v X Einschaltens
o \ Switched-mode operation during turn-on
"5 ‘ fp= 0,06 ps, Rgg = 100 Q
| ~1ms
N Periodischer Impulsbetrieb wiahrend des
N\ Abschaltens
\ \ Repetitive pulse operation during turn-off
01 \ Ugg =0, tps2ms
\\ AN 10ms []
b ‘\ —
eost—] LN
case w
o 01 Fig.1
"0 50 100 500 V
Yce —
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Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Geh&duse Rinic 2,5 °C/W
Junction case
Statische KenngréBen
DC characteristics
lcase = 25°C, falls nicht andgrs angeg_eben
unless otherwise specified
Kollektorreststrom
Collector cut-off current
Ucg=750V Icgs 500 pA
UCE =750V, ’amb = 125°C [CES 2 mA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
IC = 100 mA U(BR)CEO 300 \%
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
IE =1mA U(BR)EBO 6 \
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
IC = 2,5 A, [B = 250 mA UCEsat 10 \
Ic=40AIg= 1A UcEsat 5 \%
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BU 126

Min. Typ. Max.
Basis-Sattigungsspannung
Base saturation voltage
IC = 4A, [B =1A UBEsat 15 \

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio
UCE=5V, [C=1A hFE 15

Dynamische KenngréBen
AC characteristics

lcase = 25°C

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ucg = 10V, Ig = 200mA, f= 1MHz fT 10 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Collector base capacitance
UCB =10V, f= 0,5MHz CcBO 75 pF

Emitter-Basis-Kapazitat
Emitter-base capacitance

Ugg = 2V, f=05MHz CeBo 1 nF
Abfallzeit
Fall time
Ic = 25A Ig = 025A 1 0.2 ps
t {L 'I::SA i T 77 2243
3A
U
CEsat i UBE
1,6 (
2A v aii
1 RElN r ch:zv il
1|
1,2
0,5
\) I L
TA \\\\ *\
N
NI~ 0.8 e
01 1=25°C d I /
o
‘ i = TTT75c af /
I __Lm/ Py
0,05 fcase =25 °C oc LA
0.4 ="
e
ia. Fig.
0,01 flo 2 0 o
10 100 1000 mA 10 100 1000 mA
IB —_— IC —
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BU 204 - BU 205 - BU 206

Silizium-NPN-Leistungstransistoren
Silicon NPN Power Transistors

Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Schwarz-WeiB-Fernsehempfangern
Application: Horizontal deflection circuits in black and white TV-receivers
Besondere Merkmale: Features:

® Hohe Sperrspannung ® High reverse voltage

@ Hohe Spitzenleistung ® High peak power

® Verlustleistung 10 W ® Power dissipation 10 W

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

o1
1 @»_t .20 %
| { ) Kollektor mit
| l Gehause verbunden
| H Collector connected
with case
=i 11—
26 - 9 115 ~’J Normgehause
Zubehdr 3B 2DIN 410552
Accessories
JEDEC TO 3
Isolierscheiben Best. Nr. 515390 Gewicht - Weight
Isolating washers  Best. Nr. 562 897 max. 20 g
Absolute Grenzdaten BU204 BU205 BU206
Absolute maximum ratings
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 600 700 800 \
Collector-emitter voltage UCES M Y 1300 1500 1700 v
1) StoBspitzenspg. bei Bildrohren-Uberschiagen BU 204 max. 1430 V
Flash-over voltage, non-repetitive BU 205 max. 1650 V
BU 206 max. 1800V
129
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BU 204 - BU 205 - BU 206

BU 204 BU 205 BU 206
Kollektorstrom, Mittelwert Icav 25 A
Collector current, average

Kollektorspitzenstrom Iom? 30 A
Collector peak current

Basisspitzenstrom Igm 25 A
Base peak current

Negativer Basisspitzenstrom -Igm 15 A
Negative base peak current

Negativer Basisstrom, Mittelwert
Negative base current, average

< -
tagy = 20ms IB AV 0,1 A
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lcase < 90°C Bt 10 w
Sperrschichttemperatur tj 115 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65..+115 °C

Storage temperature range

B i 5 S s e e s e = O 23 Y (] I 73147181
f — BU 204/BU205 HI 1T 1 BU 206 e
IC Icase = 90.°C [] IC fcase = 90 °C j
1
~ ~ I?P=o.01 Il — N \ 7o |1
1p=5ps N AN - . 1
\\ \x \\\\k§ ’ g l:_ 4 \ \\ \\ \§ " o 4
1 YN 10 ps A i 10 ps |-
A =" ALY 0. HH WA .
NN N 504 [
1100 ps [T 100 ps [T]
\ ) \
INLIER T
0.1 NE L e L o1 \ N 1me [
N v \ AY 1
\
1 \
1
'
\ | Rggs100Q \
0,01 ® 0,01 Ree=1000
-1750,25
p = 20ps| 17"50.25
p=20 s
A
T 7
| |
0,001 0,001 L
1 10 100 1000 V 1 10 100 1000 Vv
UCE—. UCE—>

2) StoBspitzenstr. bei Bildréhren-Uberschlagen

Flash-over current, non-repetitive max. 5 A
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BU 204 - BU 205 - BU 206
? 7 e v

Renac

10
°C/wW

0,5

1 1]
0,2

0.1 —
1]

0,01

0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000 ms

™
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance

Sperrschicht-Gehéause Ringc 2,5 °C/W
Junction case

KenngroBen
Characteristics

lcase = 25°C

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
IC =1mA BU 204 U(BR)CES 1300
BU 205 U(BR)CES 1500
BU 206 U(BR)CES 1700

<< <

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
Ig =100 mA UBR)EBO 5 v

Dynamische Restspannung Fig. 1
Collector-emitter saturation voltage
Ic=2A;Ig=08A URest dyn sV

Basis-Emitter-Sattigungsspannung

Base-emitter saturation voltage
Ic=2AIg=1A, BU 204, BU 205 UBEsat %) 1,5
Ic=2AIg=11A, BU 206 UBEsata) 1,5

<<

t
P =
) 7 =001,7,=03ms
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BU 204 - BU 205 - BU 206

Kollektorreststrom
Collector cutoff current
Ucesm: Upg =0V

Transitfrequenz

Gain bandwidth product
UCE= 5V, IC= 100 mA
f=5MHz

Kollektor-Basis-Kapazitét
Collector-base capacitance
UCB= 10V, f=1MHz

Abfallzeit
Fall time
IC=2A,IB=1A')

Fig. 1 Definition von Upggt dyn
Definition from Upgg; dyn

Ices

1

CcBo

i

Min. Typ.

7,5

80

0,75

/‘
1 J — US
N
50V
2ca90%/cm

Max.

MHz

pF

ps

\

|

Saturation voltage

N

—

772085

I) Die Induktivitat im Basiskreis und die rechteckformige Ansteuerspannung sind so zu wahlen, daB sich eine

Speicherzeit tg ~ 10 ps ergibt.

The inductance in base circuit and rectangular drive voltage pulse should be so selected that a storage time

tg is approximately 10 ps.
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T L I 7314207tk
Usg =5V
/IFE cz e
30
10 st h
AN
3
4
0,3
0,03 0,1 0,3 1A
le—
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BU 207 - BU 208 - BU 209

Silizium-NPN-Leistungstransistoren
Silicon NPN Power Transistors

Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Farbfernsehempfangern
Application: Horizontal deflection circuits in colour TV-receivers

Besondere Merkmale: Features:
@ Hohe Sperrspannung ® High reverse voltage
@ Hohe Spitzenleistung ® High peak power
@ Verlustleistung 125W ® Power dissipation 12,5 W

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Kollektor mit
Gehéause verbunden
Collector connected
with case
4.1

n—= Normgehé&use
Zubehér * 26 e S Case
Accessories 3B 2 DIN 41872
JEDEC TO 3
Isolierscheiben Best. Nr. 515390 Gewicht - Weight
Isolating washers Best. Nr. 562897 max. 20 g

Absolute Grenzdaten BU 207 BU208 BU 209

Absolute maximum ratings

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 600 700 800 \
Collector-emitter voltage Uces M " 1300 500 1700 v

1) StoBspitzenspannung bei Bildrohren-Uberschlagen BU 207 max. 1430V
Flash-over voltage, non-repetitive BU 208 max. 1650V
BU 209 max. 1800V

B 2/V.2.440/0477 A2 135



BU 207 - BU 208 - BU 209

Kollektorstrom, Mittelwert
Collector current, average

Kollektorspitzenstrom
Collector peak current

Basisspitzenstrom
Base peak current

Negativer Basisspitzenstrom
Negative base peak current

Negativer Basisstrom, Mittelwert
Negative base current, average
lay < 20ms

Gesamtverlustieistung
Total power dissipation
lcase = 95°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

? R N I S D 1 S I ‘[rlnlluul Im
[c fcage = 95 °C
‘ | ’7‘.’-= 0,01 [|
1: 8! S ~ 1:=5 ps T
o \~H_‘\é“(1o pus 1T |
N NN \ (4\! BU 207
NN 8U 208
4 \\ \\ K_ 50 us |
! AN !5 H
¥] 100 ps T[]
| |
N \ T
\‘\ \\{w_, 1‘m- -y
0.1 U %
i
I
\ o
N |I BE
0,01 LTE= 0.25
] 1,520 Hs
B Hi
0,001 | i
1 10 100 1000 V
Y™

2) StoBspitzenstr. bei Bildrohren-Uberschlagen
Flash-over current, non repetitive
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BU 207 BU 208 BU 209
]CAV 5 5 4 A
Icm?d 75 A
IBM 4,0 A
- IBM 25 A
~Igav 01 A
Ptot 125 w
tj 115 °C
’stg —65..+115 °C
T T 11T 11731422 7k
} BU 200 1
[C rc,:; =95 °C :
+ =001 1
10 p=5pus :q
A | N, 'd-\ '\ 10 us :j
\
\ Q}\J\\‘\ 50 us ||
. N \ L\{\ N
' \ '\__4 q 100 ps [
\\ - \ Ry, 1} I
A
i \ \‘ \ 1ms _1
\
0,1
\
Rgg=10Q
1
0,01 T" =0,26
1 =20 s
]
0,001 1
1 10 100 1000 V
Ucg—

BU 207 max. 10A
BU 208 max. 10A
BU 209 max. 9A



BU 207 - BU 208 - BU 209

? 72470 Tik
Renac
10
°CIw
|| p
- =1
111
;s 0,75 J}
' o5
1033 ?
—1 0,20 N
[T L=
0,1 it
—ﬂ T
0 1_: 0,05 /)" l//
T
S5
I y
<001 f
!
0,01 l
0001 001 o1 1ms
[P —
Warmewiderstand
Thermal resistance Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Gehduse Ringc 1,6 °C/W
Junction case
KenngroBen
Characteristics
lcase = 25°C
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
BU 208 U(BR)CES 1500 Y
BU 209 U(BR)CES 1700 \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
IE= 100 mA U(BR)EBO 5 \%
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Collector-emitter saturation voltage
Ic=45AIg=2A BU 207, BU 208 UcEsat 5 \Y
Ic=38A Ig=13A BU 209 UcEsat 5 \
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
Base-emitter saturation voltage .
Ic=45AIg=2A BU 207, BU 208 UBggat ) 1,5 \
Ic=38A,Ig=13A BU 209 Uggsat”) 1,5 v

1,
) £=001,1,=03ms
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BU 207 - BU 208 - BU 209

Kollektor-Basis-Gleichstromverhiltnis

DC forward current transfer ratio
Ucg =5V, Ig = 45A BU 207, BU 208
Ucg =5V, Ig = 3A BU 209

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
UCE = 5V, IC = 100mA,f= 5MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Collector base capacitance
Uog = 10V, f= 1MHz

Schaltzeiten
Switching characteristics

Speicherzeit
Storage time
Ic=45AIg=18A Lg=10pH
BU 207, BU 208
Ic=38A Ig=15ALg=10pH
BU 209

Abfallzeit
Fall time
Ic=45AIg=18A, Lg=10pH
BU 207, BU 208
Ic=3A Ig=15A Lg=10pH

BU 209
? 72472 T
Ugesat
UCEsat
v V4
UBEsat T
0,8 4 ~
™
heg = 2
0.6 ’cazs =25 °C
I—Tp- =0,01
p = 0,3 ms
0,4
/
7
0.2 A
Y/ Ucesar 1]
|
—_—
G(],1 0,5 1 5A
In —
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Min. Typ. Max.

hrg 2,25

heg 2,25
fT 7 MHz
CCBO 125 pF
Is 10 us
Ig 10 Us
I 0,7 s
tf 0,7 us

731322 Tk

} :

heg
L
L~ autll !
10 UCE =5V \-
;=25 °C
5
1
0,5
0,1
0,01 o1 1A
IC —
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Diffundierter Silizium-NPN-Mesa-Leistungstransistor
Diffused Silicon NPN Mesa Power Transistor

Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Schwarz-WeiB-Fernsehgeraten
Application:  Horizontal deflection circuits in black and white TV-receivers

Besondere Merkmale: Features:
@ In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik @ In triple diffusion mesa technique
® Hohe Sperrspannung ® High reverse voltage
® Kurze Schaltzeit @ Short switching time
@ Verlustleistung 32 W ® Power dissipation 32 W

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

$20

-

11—
e 26 ————————= 4—9—>L—11,5—>

Kollektor mit
Gehause verbunden
Collector connected

with case

Normgehause

Zubehor Case
Accessories 3B 2DIN 41872
JEDEC TO 3

Isolierscheiben Best. Nr. 515390 Gewicht - Weight
Isolating washers  Best. Nr. 562897 max. 20 g

139
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BU 226

Absolute Grenzdaten

Abs

140

olute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucsom)
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo

Collector-emitter voltage

Kollektor-Emitter-Spannung
Collector-emitter voltage

RBe=100Q UCERM
Kollektorspitzenstrom Icm®)
Collector peak current
Kollektorstrom, Mittelwert Icav
Collector current, average
Basisstrom Igm
Base current -Igm

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

lcase =25°C Piot
Sperrschichttemperatur fj
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich Istg
Storage temperature range

Waiarmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Gehduse Ringc
Junction case

KenngréBen
Characteristics
tamb = 25°C
Kollektorreststrom
Collector cut-off current
Ucg = 2000 V IcEs
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage

Ig =100 mA UBR)EBO
Dynamische Restspannung Fig. 1
Collector-emitter saturation voltage

Ic=1A;Ig=04A URest dyn
Abfallzeit
Fall time

Ic=1AIg=04A tf

') StoBspitzenspannung bei Bildréhreniiberschliagen 2200 V
Flash over voltage, non repetitive 2200 V

2) StoBspitzenstrom bei Bildréhreniiberschldgen < 3 A
Flash over current, non repetitive < 3 A

2000

800

2000

1,5

—_
N O

32
105

-65... +105

Min. Typ. Max.

2,5

10

0,7

°C

°C

°C/W

mA

ps



BU 226

Ic / /
/]
T { J Us
Uce \W
Yce
s0v
= ca90% /oy
U * n. R
S \ / ?aylurau'on voltage "
Fig. 1 Definition von URest dyn 2ue
Definition from Upest dyn 172085 {—a
TTT11 77 2083 Ansteuerungsdiagramm bezieht sich auf:
f T T Ig = konstant fiir die Zeit 1y - tg
Ugi1= 3V
IB g~ 8..12us LB Optimaler Betriebsbereich bei:
Ic=1..12A
1,0 50
A N uH
N L Control diagram is specified for:
g 's A Ig = constant for the time t1y — tg
0,8 / 40 . .
Optimum operating range
Ic=1..12A
0,6 ) 30
pd ™S
y ~.
0,4 20
V.
Pe
0,2 10
o Fig.2 o
0,8 1,0 1,2 1,4 A
Ic-—>
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772084 US
| Ugkl |
U,
szillator CE
gscilll;a:or LB ‘
1n

Treiber
Driver

J. / - ’Cl

Uce

I
B [

F ya
-
Use ‘
1 r
Utrafo f——

Fig. 3 Funktionsschaltung zur Messung des Schaltverhaltens und deren Impulsverlauf
Test circuit for switching characteristics and its pulse diagram
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BU 526

Diffundierter Silizium-NPN-Mesa-Leistungstransistor
Diffused Silicon NPN Mesa Power Transistor

Anwendung: Getaktete Netzgeréte
Application:  Switching mode power supply

Besondere Merkmale: Features:
® In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik @ In triple diffusion mesa technique
® Hohe Sperrspannung @ High reverse voltage
® Kurze Schaltzeit @ Short switching time
® Verlustleistung 86 W ® Power dissipation 86 W

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Kollektor mit
a9 et 115 —! Gehause verbunden
Collector connected

with case

Normgehéuse

Zubehor Case
Accessories 3B 2DIN 41872
JEDECTO 3

Isolierscheiben Best. Nr. 515390 Gewicht - Weight
Isolating washers  Best. Nr. 562897 max. 20 g

S 8/V.2.644/0777 A1 143
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Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Rgg=100Q Fig. 4

Kollektorspitzenstrom Fig. 2
Collector peak current

Kollektorstrom Fig. 2
Collector current

Basisstrom
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lcase =25°C Fig. 1,2,3
Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

* 772177

tot

100

80 N\ Rinsc

60

40

/,
4

20

Ringa

N

ILE

(o] 40 80 120 160 °C
'amb' lcase —

144

Uceo 400 v
Uces 900 \%
Ucen 900 v
Iom 10 A
Ic 8 A
Igm 4 A
-Igm 4 A
tj 175 °C
Istg —65 .. +175 °C
? 772182
[
I lcase =25 °C
c o H
T 0,01
10 N T T
A \\ N p=1us 1
\ N Tw us
; \}‘ \ | T 100 s
\ T
v’/1 ms [T
NN
\
N
|} 10 ms
0,1 A
0,01 ry=
RBES 100 Q
p= 2 ms
Fig. 2 \
0,001
1 10 100 1000 V
Yee—
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t 772168
Zthp Rypyc =1.75°C/W
LL =t
-
! =T =
C/W— 7™~
- ot A
i AL,
0,2 fom == ‘_/' " d
T T LAY
L oa — Y /
B ' ar P4
//’ // //
01 2N A
T 7
171 Ct
0.02 " ,’ 7
T o.01 ‘,/
o x4
Einzelimpuls
Single pulse
0,01 L Fig. 3
106 105 10~4 10~3 1072 10~1 100 s
lp——»
? 772180
A <
i Rgg =100 Q
200 L
°C Rihyc* Renca 2,8 °C/W L
5°C/W
\\.,.._.-,.. -__LJ}..h L [
\\ N\
160 NN '\liocrw
ANEASUREER SRS
N\ 20 °C/w
!
120 N r
N
N
Rypya=35°C/W
tnJA \N 772181
80
Fig. 5
40
Fig. 4
(o] 200 400 600 800 V
Uce —
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Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Gehause
Junction case

KenngroBen
Characteristics

Icase

= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom

Collecto

J

Kollekto
Collecto

r cut-off current
Ucg =900V Fig. 6

t,=150°C, Uspg =900V Fig. 6

r-Emitter-Durchbruchspannung
r-emitter breakdown voltage
11

Ig =100 mA, Lg=25mH, 520,01
Ic=05mA Rgg <1000

T

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
IE =1mA

Kollekto

r-Sattigungsspannung

Collector saturation voltage
Ic=8AIg=3A Fig. 7

Basis-Sattigungsspannung
Base saturation voltage
Ic=6AIg=125A

Kollekto
DC forw

r-Basis-Gleichstromverhaltnis
ard current transfer ratio

Ucg =5V, Ic=1A Fig. 10

Transitfr

Ic=4A

equenz

Gain bandwidth product
Ucg =10V, [ =500mA,-f =1 MHz

Schaltzeiten
Switching characteristics

IC=4A, IB1 =_IBZ= 1,25 A, Ip=20 us

146

Abfallze
Fall time

it

Ausschaltzeit

Turn-off

time

Ringc

Ices
Ices

UBR)CEO
UBR)CER

UBR)EBO

UcEsat

UBEsat

hee
hre

T

tf‘)

loff

Min.

400
900

Typ. Max.

1,75

45

‘) Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Riickschlagkondensators.
By using retrace capacitor at switching-off inductive load

°C/IW

mA
mA

MHz

s

ps



? 772176 f 1 772178
I
_ T
U [Cﬂ e=25 °C
Ices CEsat M
4
mA Ugg=900 v
1
10
v
3 ] —lic=1all 2a 13a 54| 84
\
2 |1
1 H
L V| i
A \ “
1 d \
\ ‘N N\
N 1]
N
Fig. 6 o1 Fig.7
0 40 80 120 160 °C 10 100 1000 mA
lcase —= lg—=
1 17 2175 ? 772174
Use hee Uge=5V
1,6
v Ugg=2V
'case =25 °C
100
1,2
j=+150°C ||
fu? N
A L—T100 °C
/
0,8 v L—1"+25 c
St
= 10 L i
-40 °C L
0,4
o Fig. 8 1 Fig. 9
10 100 1000 mA 10 100 1000 mA
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? 772173
"eg
lcase =25 °C
30
| 1]
/C=1 A
/
20 /
T
Sl
10 ,‘V
Vv
/I
/]
Fig.10
0 8 16 24 V
Uce —
? 77 2171
f:7on
1,6 T
us — 1 N~
T en Icase =125 °C
T l—l Ug=125V
P
1,24+ ’s1="52=§C‘ /
p=20 ps
&
0,8
ooy ~7~
25°c4 "
Rl i~
0,4
Fig.12
(o] 1 2 3 4 A
[n —
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1 l [7 772179
Ug =125 V
rf‘[Off Ic= 4A
=-1 2=1.25 A
4 il B;,,: 20 us ’09/
us 7
e
4
/
3 7
2
't
1 7
I
Fig. 11
(0] 40 80 120 °C
lcase ==
* g 772172
I‘f. ’Off Toff
/
2,0 I‘
us UB= 125 v
Ic= 4A
Igy=-lg2=125 A
1,6 l fcage= 25 °C
1,2
0,8
t
0,4 ==
Fig.13
0] 10 20 30 40 ps
tp ——
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1,2

0,8

0,4

772170 ?
loff
Ugg =125V 10
\ 1c=2,5A us
lB1 =0,5 A
p= 20 us
r 8
6
\:ci,.=125 °C
™~ 4
\\
N
25 °C 2
——
Fig. 14
2 0]
g2//g1 —=

772169

Ugg=125 V
Ic=2,5 A
lg1=0,5 A
p=20ps

‘case

Fig.15

Igo /1gy —

149






A
i

2 N 3055

Diffundierter Silizium-NPN-Mesa-Leistungstransistor
Diffused Silicon NPN Mesa Power Transistor

Anwendungen: Schalter hoher Leistung und NF-Endstufen
Applications: High power switching and AF-output stages

Besondere Merkmale: Features:
@ Hohe Sperrspannung @ High reverse voltage
® Hohe Spitzenleistung ® High peak power
@ Verlustleistung 115 W ® Power dissipation 115 W

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Koliektor mit
Gehause verbunden
Collector connected

with case

Normgehause
Zubehor Case
Accessories 3B 2DIN 41872
JEDEC TO 3

Isolierscheibe Best. Nr. 009004 Gewicht - Weight
Isolating washer max. 20 g

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 100 Vv
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 60 \"
Collector-emitter voltage

RBE =100Q UCER 70
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 7

Emitter-base voltage

Kollektorstrom I 15 A
Collector current

Basisstrom Ig 7 A
Base current

B 2/V.2.442/0475A1 151




2 N 3055

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lcase < 25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Waiarmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Gehause
Junction case

KenngréBen
Characteristics

tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current
Ugg = 100V, Ugg = 15V
UCE = 60V, UEB =15V, tcase = 150°C

Emitterreststrom
Emitter cut-off current

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
Ig = 200mA
IC = 200 mA, RBE = 100Q

Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
Ic = 4A, Ig = 400 mA

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
UCE = 4V, IC = 4A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio

Ucg = 4V, Igc = 4A

UCE = 4V, IC = 10A

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
UCE =10V, IC =1mA, f= 0,1MHz

Pyot

Istg

Ringe

Icey N
Icey™)

IeBo

U(BR)CEO:)*) 60
UgRr)cer™* 70

Ucesat™

Uge ™Y

heg™)Y) 20
hee?) 5
fr 800

i1
*)AQL - 0,65%  **) AQL = 25% ) = = 001, 1, = 05ms

152

115
200

—65..+200

Typ.

Max.

15

10

11

1,8

70

°C

°C

°C/W

mA
mA

mA

kHz



2 N 3055

Schaltzeiten
Switching characteristics

IC = 4A, IB]. = —182 = 400 maA, famb =25°C
Verzdgerungszeit

Delay time

Anstiegszeit
Rise time

Speicherzeit
Storage time

Abfallzeit
Fall time

i

Min. Typ.

0,2

2,6

2,7

Max.

s

us

HS

us
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9. Stichwortverzeichnis

A
AQL A43ff
Ausrdumfaktor A 33 f

Basisspannungen A 23 ff

D

Durchbruchspannung A 24

E

Emitterreststrom A 19

G

Gehdusetemperatur A 22
Gesamtverlustleistung A 20

H
h-Parameter A 14 ff

K

Kapazitdten A 10
KenngroBen A 49
Kollektorspannungen A 24 ff
Kollektorstrome A 17 f
Kihlung A 38 ff
Kurzzeichen, Aufbau A 5 ff

L

Loten, Lottemperaturen A 37

9. Subject Index
A

Ambient temperature A 21 f
AQL A 43ff

Base voltages A 23 ff
Breakdown voltage A 24

C

Capacitances A 10

Case temperature A 22
Characteristics A 49

Collector cut-off currents A 17 f
Collector voltages A 24 ff
Cooling plates A 38 ff

E

Emitter cut-off current A 19

G

Gain bandwidth product A 13

H

h-parameters A 14 ff
Heat removal A 38 ff

J

Junction temperature A 22

N

Noise figure A 12

(o]

On-off base current ratio A 33 f

P

Polarity conventions A 3
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R

RauschmaB A 12

S
Schaltzeiten A 32
Sperrschichttemperatur A 22

T
Transistor-Ersatzschaltbild A 4 f
Transitfrequenz A 13

U

Ubersteuerungsfaktor A 33 f
Umgebungstemperatur A 21 f
Unijunction-Transistoren A 34 ff

w

Warmeableitung A 38 ff

Y

y-Parameter A 27 ff

Y4

Zahlrichtung A3
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S

Saturation factor A 33 f
Soldering temperatures A 37
Switching characteristics A 23 ff
Symbols, arrangement A 5 ff

T

Transistor equivalent circuit A 4 f
Total power dissipation A 20

u

Unijunction transistors A 34 ff

Y

y-parameters A 27 ff



Anschriften Addresses




AEG-TELEFUNKEN
Serienprodukte

Geschéftsbereich Halbleiter
Vertrieb

Postfach 1109

7100 Heilbronn

Tel.: (07131) 8821 - Telex 07-28 746

Auskiinfte iliber unser Produktionsprogramm erteilen:

AEG-TELEFUNKEN

Serienprodukte
Vertriebsniederlassung
Vertrieb Bauelemente

1000 Berlin 33, Hohenzollerndamm 152
Tel. (030) 8292-362 bis 365,
Telex 183 697

2000 Hamburg 36, Stadthausbriicke 9
Tel. (040) 3498-317, Telex 211 609

3000 Hannover 1, AlemannstraBe 17
Tel. (0511) 1678-841, Telex 921318

5000 Koln 30, Oskar-Jager-StraBe 125-143
Tel. (0221) 5491-6 74, Telex 882928

6000 Frankfurt 1, Mainzer LandstraBe 23
Tel. (06 11) 267-337, Telex 411 164

7030 Boblingen-Hulb, DornierstraBe 7
Tel. (07031) 66 68-6 51, Telex 7 265 565

7730 VS-Villingen, LuisenstraBe 9
Tel. (077 21) 23065, Telex 7921 512

8000 Miinchen 19, ArnulfstraBe 205
Tel. (089) 1305-4 66, Telex 523168

8500 Niirnberg 1, ZollhausstraBe 95
Tel. (09 11) 8004-5 25, Telex 622 571
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Distributoren:

Distron
1000 Berlin 33, Mecklenburgische StraBe 24 b
Tel. (030) 824 3061/65, Telex 185478

ALFRED NEYE-
ENATECHNIK GmbH
2085 Quickborn, SchillerstraBe 14
Tel. (041 06) 6 12-1, Telex 213 590

RTG E. SPRINGORUM KG
4600 Dortmund, BronnerstraBe 7
Tel. (02 31) 54 951, Telex 822 534

BERGER-ELEKTRONIK GmbH
6000 Frankfurt, Am Tiergarten 14
Tel. (06 11) 4903 11, Telex 412 649

elecdis — Ruggaber KG
7250 Leonberg, HertichstraBe 41
Tel. (07152) 47081, Telex 724 192

POSITRON
Bauelemente-Vertriebs-GmbH
7730 VS-Villingen, Niedere StraBe 64

Tel. (077 21) 59084, Telex 7921515

ELECTRONIC 2000 Vertriebs GmbH
8000 Miinchen 80, Neumarkter StraBe 75
Tel. (089) 434061, Telex 522 561



AEG-TELEFUNKEN
Serienprodukte
Geschéftsbereich Halbleiter
Export

P.0.B. 1109

D-7100 Heilbronn

Tel.: 8821 - Telex: 07-28 746

Europa

Belgien

Société Anonyme belge

AEG-TELEFUNKEN

40, Rue Souveraine

B-1050 Bruxelles

Tel.: 5127940
5133970

Telex: 21359

Bulgarien

E. van Hazebrouck KG
Savigny-Str. 37

6000 Frankfurt/Main 1
Tel.: 06 11/74 90 41
Telex: 04-11071

Danemark

AEG DANSK

Electriciteits Aktieselskab
Roskildevej 8-10
DK-2620 Albertslund
Tel.: 648522

Telex: 33122

Finnland

Séhkoliikkeiden QY
P.O.B. 88

SF-01301 Vantaa 30
Tel.. 8381

Telex: 12431

Frankreich

AEG-TELEFUNKEN
FRANCE SA

Department Composants
Electroniques

6, Blvd. du Général Leclerc
Bureau 612

92115 Clichy

Tel.: 7393310

Telex: 620827

Griechenland

Telefex AG

101 Thessalonikis Street

Moschaton (58)-Athens

Tel.: 4819346
4817946/7/8

Telex: 213487

GroBbritannien

AEG-TELEFUNKEN {UK) Ltd.
Bath Road

Slough SL 1 4AW

Berkshire

Tel.: 87 21 01

Telex: 847541

Italien

AEG-TELEFUNKEN Societa
Italiana per Azioni

UTECO 310

Viale Brianza, 20

Casella Postale 47

20092 Cinisello Balsamo/
Milano

Tel.. 92798

Telex: 31473

Jugoslawien

Interexport

Trg Republike 5/VIII
P.P. 789

YU-11001 Beograd
Tel.: 620055
Telex: 11240

Luxemburg

AEG-TELEFUNKEN
Luxembourg S AR.L.

8, Rue 1900, Postfach 2004
Luxembourg

Tel.: 488041

Telex: 2513

Holland

N.V.Electriciteits Maatschappij

AEG Amsterdam

Aletta Jacobslaan 7
Amsterdam-Slotervaart
Tel.: 5116333 Telex: 11234

Norwegen

AEG-TELEFUNKEN Norge A.S.
Dag Hammerskjglds vei 47
Postboks 187, @kern
N-Oslo 5§

Tel.: 156590

Telex: 19961

Osterreich

Osterreichische

AEG -TELEFUNKEN G.m.b.H.
Brinner Str. 52

A-1211 Wien

Tel.: 3801364

Telex: 74889

Polen

THM EXIMPOL S.A.
ul. Stawki 2/Etage 28
P.O.B. 810
PL-00-950 Warszawa
Tel.: 2599 62

Telex: 814640

Portugal

AEG-TELEFUNKEN
Portuguesa S.A.R.L.
Rua Joao Saraiva, 4/6
Apartado 5149
Lissabon 5§

Tel.: 891171

Telex: 12173

Rumaénien

E. van Hazebrouck KG
Savigny-Str. 37

6000 Frankfurt/Main 1
Tel.: 06 11/74 90 41
Telex: 04-11 071

Schweden

SATTCO AB
Dalvagen 10
S$-17136 Solna
Tel.: 830280
Telex: 11588
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Schweiz

Elektron AG
Riedhofstrasse 11
CH-8804 Au ZH
Tel.: 7517 22
Telex: 75755

Spanien

AEG Ibérica de
Electricidad, S.A.
General Mola 112-114
Apartado 235

Madrid 2

Tel.: 26276 00

Telex: 27635

Tiirkei

Server Ataman
Istiklal Caddesi 378/4
P.K. Beyoglu 366
Istanbul-Beyoglu
Tel.: 442168

Ungarn

MERCATOR S.AR.L.
Thokoly ut 156

P.O.B. 77

1441 Budapest XIV
Tel.. 833177,833163
Telex: 225046

Afrika:

Angola und S. Tome

Sociedade Luso-Alema Lda.

Caixa Postal 1222
Luanda

Tel.. 73960/61/62
Telex: 3137

Marokko

ElectRa S.A.

4, Rue Canizares
Casablanca

Tel.: 62861/62
Telex: 22933

Siidafrika

Impectron (Pty) Ltd.
P.0.B. 10262
Johannesburg, 2001
Tel.: 7253350
Telex: 80174
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Mittel- u. Siidamerika

Brasilien

AEG-TELEFUNKEN

do Brasil S.A.

Rua Tabaré 551

Campo Grande

Santo Amaro

Caixa Postal 2020 u. 8557
Sao Paulo

Tel.: 247-0122

Telex: 1123558

Mexiko

TELEFUNKEN Mexicana
S.A.de C.V.

Poniente 146 No. 730
Aptdto. Postal 75-158
Mexico 16, D.F.

Tel.: 5679233

Telex: 1775681

Venezuela

AEG-TELEFUNKEN
VENEZOLANA S.A.

Boleita Norte

Calle Vargas

Apartado de Altamira 68912
Caracas 106

Tel.: 3614 11

Telex: 25342

Nordamerika

Kanada

Bayly Engineering Ltd.
167, Hunt Street

Ajax Ontario, L1 S1 P6
Tel.: 839-1101-1104
Telex: 06981293

USA

AEG-TELEFUNKEN
Corporation

570, Sylvan Avenue
Englewood Cliffs/
New Jersey 07632
Tel.: 568-8570
Telex: 135497

Asien

Hongkong

Jackson Mercantile
Trading Co. Ltd.
57, Ta Chuen Ping Street

2nd Floor

Kwai Chung

N.T., Hong Kong
P.0.B. 2904

Tel.: 12-2441 21-8
Telex: hx 74774

Indien

NGEF Ltd.

Bank of Baroda
Building

16, Parliament Street
P.O.Box 633

New Delhi 110001

Iran

AEG-TELEFUNKEN IRAN
Kh. Karim-Khan Zand
AEG-Building

Teheran

Tel.. 827143-7/830341-5
Telex: 2679

Israel

ELOTAS

Electro-Vista Industries Ltd.
P.O.Box 2659

Tel Aviv

Tel.: 269-930

Telex: 3-2387 IL

Singapore

Seow Kuan Co. (Pte.) Ltd.
4-6, Dhoby Ghaut
Singapore 9

Tel.: 30351/52

Australien und
Ozeanien

Australischer Bund

Amalgamated Wireless
(Australasia) Ltd.

47, York Street
G.P.0.Box 2516
Sydney N.S.W.2001
Tel.: 20233

Telex: 21515

Neuseeland

AWA

New Zealand Ltd.
Wineera Drive

P.O.B. 830

Porirna, Wellington

Tel.: 75-069 Telex: 31001
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Bauelemente
fiir Elektronik und
Nachrichtentechnik

Components
for Electronics and
Telecommunication Systems

Geschaftsbereich Rohren und Baugruppen
1. Rohren: Postfach 4309 - 7900 Ulm - & (07 31) 1911 % 712601

Bildrohren fiir Schwarz/WeiB- und
Farbfernsehgeréte

Ablenkmittel fiir Fernsehbildrohren
Bauteile fiir Farbfernsehen
Mikrowellenréhren, Mikrowellen-Si-Dioden
Elektronenstrahiréhren fiir Oszillographen
Monitorrohren, Radarrohren
Bildabtastrohren

Bildwandlerrohren

Bildverstarkerrohren

Bildaufnahmerdhren, Fotozellen
Stabilisatoren, Thyratrons, Kaltkathodenrdhren
Gasentladungs-Anzeigeelemente
Bildschirm-Module

Empféanger- und Verstarkerréhren
Spezialverstarkerréhren

Senderdhren, Rontgenréhren

Picture Tubes for Monochrome and

Colour TV Sets

Deflecting Units for TV Picture Tubes
Components for Colour TV Sets

Microwave Tubes, Microwave Silicon Diodes
Cathode-ray Tubes for Oscilloscopes
Monitor Tubes, Radar Tubes

Flying Spot Tubes

Image Converter Tubes

Image Intensifier Tubes

Camera Tubes, Photocells

Stabilizers, Thyratrons, Cold-cathode Tubes
Gas Discharge Display Elements

Display Modules

Receiving and Amplifying Tubes
Special-purpose Amplifying Tubes

Diodes, Transmitting Tubes, X-ray Tubes

2. Baugruppen: Postfach 144 - 8070 Ingolstadt 2 - = (0841) 8201119 *l 055875

Schaltdioden-Tuner

Digitale und elektronische Programmspeicher
Potentiometertasten

Leiterplatten

Schicht-Regelwiderstande und Schalter

Geschaftsbereich Halbleiter

Switch Diode Tuner

Digital and Electronic Programme Memory
Potentiometer Switching Units

Printed Circuits

Potentiometers Carbon Composition and Switches

Postfach 1109 - 7100 Heilbronn - &= (07131) 8821 ; 728746

Digitale integrierte Schaltungen
Lineare integrierte Schaltungen

Digital Integrated Circuits
Linear Integrated Circuits

Kundenspezifizierte Schaltungen in MOS-Technik Custom designed MOS-Circuits

Transistoren und Dioden fiir
Industrie- und Konsumanwendungen
Optoelektronische Bauelemente

Transistors and Diodes for
Industrial and Consumer Applications
Optoelectronic Devices

Geschéaftsbereich Passive Bauelemente
1. Vertrieb Kondensatoren und Schichtschaltungen
Postfach - 8500 Niirnberg 107 - = (0911) 2771 b 0622551

Al-Elektrolytkondensatoren
Tantal-Kondensatoren .
Kunststoff-Folienkondensatoren
Dickschichtschaltungen

2. Vertrieb Starkstromkondensatoren

AL Electrolytic Capacitors
Tantalum Capacitors
Plastic foil Capacitors
Thick film Circuits

Drontheimerstr. 28-34 - 1000 Berlin 65 - = (030) 491061 % 0181787

Funk-Entstormittel

MP-Kondensatoren fiir Gleichspannung
Motor-Kondensatoren

Kondensatoren fiir Entladungslampen
Glattungskondensatoren ab 1 kV
Leistungs-Kondensatoren.
Anlagenschutz-Kondensatoren
Elektroprintpapier

AEG-TELEFUNKEN

Noise suppressors

Metallised paper (MP) capacitors d.c. applications
Motor capacitors

Capacitors for fluorescent lamps

Smoothing capacitors, ratings from 1 kV

Power capacitors

Protection Capacitors

Electroprint Paper





